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DESCRIPCION

Procedimiento para la transferencia de una estructura gofrada a la superficie de un agente de recubrimiento y material
compuesto utilizable como matriz de gofrado

La presente invencion se refiere a un procedimiento para la transferencia de una estructura gofrada a una superficie
de un agente (B2a) de recubrimiento, que comprende las etapas (1-i) y (2-i) o (1-ii) y (2-ii) asi como las etapas (3) y
opcionalmente (4), en el que las etapas (1-i) y (2-i) o (1-ii) y (2-ii) son ejecutadas mediante uso de un material (F1B1)
compuesto usado como matriz (p2) de gofrado de una herramienta (P2) de gofrado, de un sustrato (F1) y un
recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, y el agente (B1a) de recubrimiento
usado para la fabricacion de (B1) del material (F1B1) compuesto es un agente de recubrimiento curable por radiacién
de composicion definida, un material (F1B1) compuesto asi como una aplicacién del material (F1B1) compuesto como
matriz (p2) de gofrado de una herramienta (P2) de gofrado para la transferencia de una estructura gofrada a al menos
una parte de una superficie de un agente (B2a) de recubrimiento.

Estado de la técnica

En el estado de la técnica es usual hoy en muchas aplicaciones dotar piezas de trabajo en su superficie con estructuras
cuyas caracteristicas estructurales se mueven en el ambito de los micrémetros o incluso de los nanémetros. Tales
estructuras son denominadas como microestructuras (estructuras con manifestaciones en el ambito de los
micrémetros) o nanoestructuras (estructuras con manifestaciones en el ambito de los nanémetros). Tales estructuras
son usadas por ejemplo para influir en las superficies de los materiales respecto a sus propiedades 6pticas, bidnicas
y/o hapticas. Tales estructuras son denominadas también como gofrados o estructuras gofradas.

Al respecto, es un procedimiento establecido transferir estas estructuras a un barniz. Para ello, frecuentemente la
transferencia de las estructuras en el barniz es alcanzada con un procedimiento de gofrado, en el cual se pone en
contacto una matriz, que sobre una superficie gofrada o superficie de transferencia contiene en una forma de negativo
las micro- y/o nanoestructuras que van a ser formadas, con el barniz y se imprime en éste. Para formar y obtener de
manera duradera las estructuras luego sobre la superficie de la pieza de trabajo, tipicamente el barniz es curado in
situ.

El documento WO 90/15673 Al se refiere a un procedimiento en el cual un barniz curable por radiacién es aplicado
sobre una lamina o sobre una herramienta de gofrado con la estructura gofrada negativa deseada y luego la
herramienta de gofrado es presionada sobre la lamina dotada con el barniz o la herramienta de gofrado que dota con
el barniz es presionada luego sobre la lamina. El barniz curable por radiaciéon es curado ain mientras se encuentra
entre la lamina y la herramienta de gofrado, y después del retiro de la herramienta se obtiene entonces una lamina
gue esta dotada con un barniz curado por radiacién, que contiene la estructura gofrada positiva deseada. También en
la patente europea EP 1 135 267 B1 se describe un procedimiento tal en el cual sobre la superficie de sustrato que va
a ser decorada se aplica un agente de glaseado curable y se presiona una correspondiente matriz de gofrado con
patrén negativo en la capa de recubrimiento no curado. A continuacion se cura la capa de recubrimiento y luego se
retira la matriz de gofrado. El documento EP 3 178 653 Al divulga un articulo que comprende un tejido flexible con
una superficie texturizada para el uso del moldeo por replicacion de sistemas curables. El tejido puede exhibir capas
de polimero, que pueden ser fabricadas mediante uso de acrilatos mono- y multifuncionales.

A partir de la patente de EEUU Nr. 9,778,564 B2 se conoce un material de impresion el cual contiene, entre otros, un
componente que obligatoriamente exhibe una unidad de (met)acrilamida, asi como otro componente con 2 a 6 grupos
polimerizables, el cual exhibe ademas unidades de 6xido de alquileno. Después de la aplicacion de este material sobre
un sustrato, puede dotarse con un patrén la pelicula obtenida a partir de él durante su curado por medio de radiacién
UV, usando una herramienta de gofrado de niquel.

El documento US 2007/0204953 A1l divulga un procedimiento para la estructuracién de resinas adhesivas, que prevé
sucesivamente la aplicacion de una capa curable de resina adhesiva sobre un sustrato, una aplicaciéon de un patrén
estructurado sobre esta capa y a continuacion un curado de la capa, para obtener de ese modo un sustrato que esté
dotado con una resina adhesiva curada, que contiene la estructuracion deseada.

El documento WO 2015/154866 Al se refiere a un procedimiento para la fabricacion de un sustrato con superficie
estructurada. Al respecto primero se aplica sobre el sustrato un primer recubrimiento que cura por UV, y se le cura.
Sobre este recubrimiento curado se aplica luego como barniz de gofrado un segundo recubrimiento que cura por UV,
se realiza gofrado de este con el propdésito de generar una microestructura, y a continuacion se le cura.

A partir del documento US 2015/166704 Al se conoce un recubrimiento curado que exhibe microestructuras sobre un
sustrato, que es resistente a los arafiazos.

El documento DE 10 2007 062 123 Al describe un procedimiento para la aplicacion sobre una lamina de soporte de
un barniz de gofrado, como por ejemplo un barniz de gofrado entrecruzable por radiacién UV, estructuracion del barniz
de gofrado en el intervalo de micrémetros y curado del barniz de gofrado aplicado sobre la ldamina, para obtener una
lamina gofrada, cuya microestructura es sometida a moldeo a continuacién mediante deposiciéon de un metal sobre la
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superficie gofrada, es decir, mediante metalizacion de la lamina. Sin embargo, en tales fundiciones por una
subsiguiente metalizacién, es desventajosa una disminucién indeseada en la calidad del moldeo, causada por ella.

Finalmente, en el documento EP 2 146 805 B1 se describe un procedimiento para la fabricacion de un material con
una superficie texturizada. Al respecto, el procedimiento prevé el suministro de un sustrato con un recubrimiento
curable, la puesta en contacto de éste con un medio de texturizacién con el propoésito de gofrado, y luego curado del
recubrimiento gofrado de este modo, y retiro del medio de texturizacion. El medio de texturizacion exhibe una capa de
superficie que comprende de 20 a 50% un oligémero de acrilo, 15 a 35% de un mondmero funcional y 20 a 50% de
un mondémero multifuncional. En el documento WO 2016/090395 Al y en el ACS Nano Journal, 2016, 10, paginas
4926 a 4941 se describen procedimientos similares, en los cuales en cada caso se ensefia explicitamente que para la
fabricacién de la capa de superficie del medio texturizacién deberia usarse en cada caso partes grandes de
trimetilolpropanotriacrilato etoxilado 3 veces (TMP(EO)3TA), para poder generar una matriz comparativamente dura
del medio de texturizacién. De acuerdo con el documento WO 2016/090395 A1, el agente de recubrimiento usado
para la fabricacién de la capa de superficie tiene que ademas contener obligatoriamente un elemento constituyente
que exhiba al menos dos grupos tiol, como por ejemplo trimetilolpropanotris(3-mercaptopropionato). Sin embargo,
frecuentemente es desventajoso el uso de tales tioles en correspondientes composiciones de agente de recubrimiento,
puesto que tales composiciones no siempre exhiben una suficiente estabilidad al almacenamiento y los recubrimientos
fabricados a partir de ellas no son estables a la intemperie en suficiente medida. Ademas ocurren aun olores molestos
provocados por el uso de los tioles, que naturalmente tampoco son deseables.

Sin embargo, los procedimientos de gofrado conocidos a partir del estado de la técnica, como en particular los
procedimientos descritos en los documentos EP 2 146 805 B1, WO 2016/090395 A1 y ACS Nano Journal, 2016, 10,
paginas 4926 a 4941 no siempre son adecuados en medida suficiente para transferir gofrados en particular en el
intervalo de los micrémetros y/o en el intervalo de los nanémetros, es decir, micro- y/o nanoestructuras, en particular
no, sin disminuir en una medida inaceptable la exactitud del moldeo para una transferencia tal. Al mismo tiempo, no
siempre se replican en suficiente medida los gofrados.

Por ello, existe una demanda por un procedimiento de gofrado, que no exhiba las desventajas mencionadas
anteriormente.

Proposito

Por ello, es un proposito de la presente invencidon suministrar un procedimiento para la transferencia de estructuras
gofradas sobre agentes de recubrimiento y sobre sustratos que exhiben tales agentes de recubrimiento, en particular
uno con el cual puedan transferirse correspondientes micro- y/o nanoestructuras, que haga posible una suficiente
exactitud de moldeo en la transferencia de las estructuras gofradas, de modo que en el gofrado no se pierdan
profundidades de modulacion, y que en particular haga posible la generacidn de una matriz de gofrado tan reciclable
como sea posible, para la transferencia de las estructuras gofradas o pueda ser ejecutada mediante uso de una matriz
de gofrado tal. Simultaneamente, las estructuras gofradas que van a ser transferidas deberian poder ser replicada las
en medida tan alta como fuese posible, y en particular el procedimiento no deberia exhibir ninguna desventaja
provocada por propiedades indeseadas o insuficientes del agente de recubrimiento y recubrimientos usado, como por
ejemplo una adhesion no suficiente.

Solucién

Este proposito es logrado mediante los objetivos reivindicados en las reivindicaciones de patente, asi como las formas
preferidas de realizacién de estos objetivos descritas en la siguiente descripcion.

Por ello, un primer objetivo de la presente invencion es un procedimiento para la transferencia de una estructura
gofrada de acuerdo con la reivindicacion 1.

Preferiblemente el parametro m en al menos tres unidades estructurales en cada caso diferentes una de otra o al
menos parcialmente idénticas de la formula () de componente (a) del agente (Bla) de recubrimiento, es en cada caso
por lo menos 2.

De modo sorprendente se encontré que el procedimiento de acuerdo con la invencién hace posible transferir
estructuras gofradas, en particular micro- y/o nanoestructuras, en una muy elevada exactitud de moldeo sobre el
agente (B2a) de recubrimiento que va a ser gofrado, de modo que en el gofrado no se pierda ninguna profundidad de
modulacion, en particular en una elevada exactitud de moldeo en un intervalo de 10 nm a 1000 um de amplitud de
estructuray en unintervalo de 0,1 nm a 1000 um de profundidad de estructura. En ese contexto se encontré de manera
sorprendente en particular que el procedimiento de acuerdo con la invencion hace posible, con un material (F1B1)
compuesto, el cual es obtenible mediante recubrimiento de un agente (Bla) de recubrimiento curable por radiacién
sobre un sustrato (F1) preferiblemente mévil y que es usado como matriz (p2) de gofrado de la herramienta (P2) de
gofrado, transferir estructuras gofradas con una muy elevada exactitud de moldeo y un elevado éxito en la replicacion.

Ademas, se encontré de manera sorprendente que por eso el procedimiento de acuerdo con la invencién puede ser
aplicado tan ventajosamente, puesto que el recubrimiento (B1) del material (F1B1) compuesto usado, que es obtenible
por recubrimiento de un agente (Bla) de recubrimiento curable por radiacion sobre un sustrato (F1) preferiblemente
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movil, se distingue por una elevada conversion de enlace doble. Mediante ello se hace posible en particular una buena
separacion del material (F2B2) compuesto de la herramienta (P2) de gofrado dentro de la etapa (4) opcional del
procedimiento de acuerdo con la invencién. Ademas, se encontr6 de manera sorprendente que por eso el
procedimiento de acuerdo con la invencién puede ser aplicado tan ventajosamente, puesto que el recubrimiento (B1)
sobre el sustrato (F1) se distingue por una muy buena adherencia y por ello un correspondiente material (F1B1)
compuesto puede ser usado también muy bien como matriz (p2) de gofrado.

Ademas, se encontré de manera sorprendente que el material (F1B1) compuesto utilizable dentro del procedimiento
de acuerdo con la invencién como matriz (p2) de gofrado de la herramienta (P2) de gofrado, es reciclable para la
transferencia de las estructuras gofradas como micro- y/o nanoestructuras en particular en forma de una matriz sinfin
de gofrado, lo cual es ventajoso por razones economicas. Ademas, sorprendentemente este material (F1B1)
compuesto presente preferiblemente en forma de una matriz (p2) sinfin de gofrado, es no sélo reciclable y con ello
utilizable varias veces, sino que se deja producir ademas a escala industrial de manera conveniente en costes y
rapidamente.

Otro objetivo de la presente invenciéon es por ello también un material (F1B1) compuesto de acuerdo con la
reivindicacion 12.

Al respecto, preferiblemente el material (F1B1) compuesto es obtenible mediante la ejecucion de las etapas (5) a (8)
de procedimiento descritas en detalle a continuacion.

Se encontrd6 de manera sorprendente que el material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencién al menos
parcialmente gofrado, puede ser usado no sélo como una matriz (p2) reciclable de gofrado, preferiblemente como una
matriz (p2) sinfin reciclable de gofrado, en un procedimiento de gofrado como el procedimiento de acuerdo con la
invencion, sino también que mediante los componentes presentes en el agente (Bla) de recubrimiento curable por
radiacion usado para la fabricacién de este material compuesto, puede alcanzarse una muy buena separacion del
material (F1B1) compuesto del recubrimiento (B2) gofrado usado como matriz (p2) de gofrado dentro de la herramienta
(P2) de gofrado o de un material compuesto correspondiente como el material (F2B2) compuesto, que comprende un
recubrimiento gofrado tal como el recubrimiento (B2), en particular por ejecucion del procedimiento de acuerdo con la
invencion y en ello dentro de la etapa (4) opcional. Ademas, se encontré de manera sorprendente que el recubrimiento
(B1) del material (F1B1) compuesto usado, el cual es obtenible mediante recubrimiento de un agente (Bla) de
recubrimiento curable por radiacion sobre un sustrato (F1), se distingue ventajosamente por una elevada conversion
de enlace doble, como una conversacion de enlace doble de = 90 %. Ademas, se encontré en particular que, en
particular por desarrollo de las etapas (5) a (8) de procedimiento para la fabricacion del material (F1B1) compuesto, la
estructura gofrada del recubrimiento (B1) puede ser obtenida con elevada exactitud de moldeo y elevado éxito de la
replicacion.

Otro objetivo de la presente invencion es ademas un uso del material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencion,
de acuerdo con la reivindicacion 15.

Descripcion detallada

En el sentido de la presente invencion, en relacion con el agente de recubrimiento usado de acuerdo con la invencion,
como por ejemplo el agente (B1a) de recubrimiento y el procedimiento de acuerdo con la invencién y sus etapas de
procedimiento, el concepto "que comprende" tiene preferiblemente el significado "consistente en". Al respecto, en
relacién con el agente (Bla) de recubrimiento usado de acuerdo con la invencién - aparte de los componentes (a) y
(b) asi como (c) dado el caso (d) -, por ejemplo, en éste pueden estar presentes ademas uno o varios de los otros
componentes opcionales presentes en el agente (Bla) de recubrimiento usado de acuerdo con la invencion,
mencionados a continuacion. Al respecto, todos los componentes pueden estar presentes en cada caso en sus formas
de realizacion preferidas mencionadas a continuacién. En relacion con el procedimiento de acuerdo con la invencion,
al respecto éste puede exhibir, aparte de las etapas (1-i) y (2-i) o (1-ii) y (2-ii) asi como (3) y opcionalmente (4), otras
etapas opcionales de procedimiento, como por ejemplo las etapas (5) a (8).

Anteriormente y a continuacion, se denominan primer recubrimiento B1 también como recubrimiento (B1), el segundo
recubrimiento B2 también como recubrimiento (B2), el primer agente Bla de recubrimiento también como agente (Bla)
de recubrimiento, el segundo agente B2a de recubrimiento también como agente (B2a) de recubrimiento, el primer
sustrato F1 también como sustrato (F1), el segundo sustrato F2 también como sustrato (F2), el primer material F1B1
compuesto también como material (F1B1) compuesto, el segundo material F2B2aB1 F1 compuesto también como
material (F2B2aB1F1) compuesto, el tercer material B2aB1F1 compuesto también como material (B2aB1F1)
compuesto, el cuarto material F2B2B1F1 compuesto también como material (F2B2B1 F1) compuesto, el quinto
material F2B2 compuesto también como material (F2B2) compuesto y el sexto material F2B2a compuesto también
como material (F2B2a) compuesto. Igualmente, anteriormente y a continuacion se denominan el primer componente
a) también como componente (a), el segundo componente b) también como componente (b), el tercer componente c)
también como componente (c) y el cuarto componente d) también como componente (d). Igualmente, anteriormente y
a continuacion se denominan etapa 1-i) también como etapa (1-i), etapa 1-ii) también como etapa (1-ii), etapa 2-i)
también como etapa (2-i), etapa 2-ii) también como etapa (2-ii), etapa 3) también como etapa (3), etapa 4) también
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como etapa (4), etapa 5) también como etapa (5), etapa 6) también como etapa (6), etapa 7) también como etapa (7)
y etapa 8) también como etapa (8).

Procedimiento de acuerdo con la invencién para la transferencia de una estructura gofrada, que comprende al menos
las etapas (1-i) y (2-i) o (1-ii) y (2-ii) asi como (3) y opcionalmente (4)

Un primer objetivo de la presente invencién es, como se explicd anteriormente, el procedimiento de acuerdo con la
invencion para la transferencia de una estructura gofrada a al menos una parte de una superficie de un agente (B2a)
de recubrimiento. En la Fig. 1 se ilustran a modo de ejemplo las etapas (1-i) y (2-i) asi como (3) y opcionalmente (4)
del procedimiento de acuerdo con la invencién, como también se aprende de la siguiente descripcién de esta figura.

Preferiblemente el procedimiento de acuerdo con la invencion es un procedimiento continuo.

La estructura gofrada es transferida u obtenida mediante el gofrado al menos parcial del agente (B2a) de recubrimiento
de acuerdo con la etapa (2-i) del procedimiento, aplicado al menos parcialmente sobre la superficie del sustrato (F2).
De modo alternativo, es posible una transferencia por medio de las etapas (1-ii) y (2-ii) del procedimiento. Bajo el
concepto de "gofrado” o bajo el concepto de "gofrar" se denomina al respecto la dotacién al menos parcial del agente
(B2a) de recubrimiento, opcionalmente como una parte del material (F2B2a) compuesto, de al menos una parte de su
superficie, con una estructura gofrada. Al respecto, se dota al menos un area determinada del agente (B2a) de
recubrimiento con una estructura gofrada. Preferiblemente se dota la totalidad de la superficie del agente (B2a) de
recubrimiento, opcionalmente como parte del material (F2B2a) compuesto, con una estructura gofrada. Lo analogo es
valido en el contexto con los conceptos de "gofrado” o "gofrar”, respecto al material (F1B1) compuesto usado como
matriz (p2) de gofrado y al menos parcialmente gofrado, de un sustrato (F1) y un recubrimiento (B1) al menos
parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, que puede ser fabricado de acuerdo con las etapas (5) a (8)
descritas a continuacion.

Las estructuras gofradas de los materiales (F1B1), (F2B2a) y (F2B2) compuestos se basan preferiblemente en cada
caso, independientemente una de otra, en un patrén dispuesto de manera recurrente y/o regular. Al respecto, puede
tratarse en cada caso de una estructura gofrada permanente como estructura permanente de ranuras o de varias
estructuras de gofrado individual preferiblemente recurrentes. Las respectivas estructuras individuales pueden al
respecto basarse a su vez preferiblemente en una estructura de ranuras, que exhibe surcos pronunciados mas o
menos fuertemente (elevaciones de gofrado), mediante los cuales se define la altura de gofrado de la estructura
gofrada. De modo correspondiente a la respectiva geometria de los surcos de una estructura de gofrado individual
preferiblemente recurrente pueden surgir en la supervision una multiplicidad de en cada caso estructuras individuales
de gofrado diferentes, preferiblemente recurrentes, como por ejemplo preferiblemente en forma de serpentina, forma
dentada, forma hexagonal, forma de diamante, forma de rombo, forma de paralelogramo, forma de panal, forma
circular, forma de punto, forma de estrella, forma de cuerda, forma de red, patrones con disefio poligonal
preferiblemente triangular, cuadrangular, de modo particular preferiblemente cuadrangular y cuadrado, pentagonal,
hexagonal, heptagonal y octagonal, en forma de alambre, eliptica, patrén oval y enrejado, en los cuales pueden
superponerse también al menos dos patrones. Los surcos de las estructuras de gofrado individual pueden exhibir
también una curvatura, es decir, una estructura convexa y/o céncava.

La respectiva estructura gofrada puede ser descrita al respecto por su ancho, como el ancho de los surcos, por
consiguiente por su ancho de la estructura, y por la altura de los gofrados, por consiguiente su altura de la estructura
(o profundidad de estructura). El ancho de la estructura como el ancho de los surcos puede al respecto exhibir una
longitud de hasta un centimetro, pero esta preferiblemente en un intervalo de 10 nm a 1 mm. La altura de la estructura
esta preferiblemente en un intervalo de 0,1 nm a 1 mm. Sin embargo, preferiblemente la respectiva estructura gofrada
representa una micro- y/o nanoestructura. Las microestructuras son al respecto estructuras - tanto respecto al ancho
de la estructura como también a la altura de la estructura - con manifestaciones en el &mbito de los micrometros. Las
nanoestructuras son al respecto estructuras - tanto respecto al ancho de la estructura como también a la altura de la
estructura - con manifestaciones en el ambito de los nandmetros. Las micro- y nanoestructuras son al respecto
estructuras, que exhiben un ancho de la estructura en el ambito de los nanémetros y una altura de la estructura en el
ambito de los micrémetros, o a la inversa. Al respecto, los conceptos de altura de la estructura y profundidad de la
estructura son intercambiables.

Preferiblemente el ancho de la estructura de la respectiva estructura gofrada esta en un intervalo de 10 nm a 500 um,
de modo particular preferiblemente en un intervalo de 25 nm a 400 um, de modo muy particular preferiblemente en un
intervalo de 50 nm a 250 um, en particular en un intervalo de 100 nm a 100 um. Preferiblemente la altura de la
estructura de la respectiva estructura gofrada estd en un intervalo de 10 nm a 500 um, de modo particular
preferiblemente en un intervalo de 25 nm a 400 um, de modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 50 nm
a 300 um, en particular en un intervalo de 100 nm a 200 pm. Esto es valido en cada caso tanto para la estructura
gofrada del material (F1B1) compuesto, como también del material (F2B2) compuesto.

El ancho de la estructura y altura de la estructura de la respectiva estructura gofrada son determinadas al respecto
mediante un muestreo mecanico de la superficie. Al respecto, se mide la altura de gofrado en por lo menos 10
posiciones en una linea distribuida homogéneamente sobre el ancho de pista de la muestra, en lo cual tiene que
cuidarse que el aparato de muestreo no comprima la estructura gofrada. La determinacioén de la altura de la estructura
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representa una determinacién de la exactitud de moldeo y ocurre por medio del microscopio de fuerza atdbmica de
acuerdo con el procedimiento descrito posteriormente.

Alternativa (i) que comprende las etapas (1-i) y (2-i)

De acuerdo con la alternativa (i) el procedimiento de acuerdo con la invencion comprende al menos las etapas (1-i),
(2-i) y (3) asi como opcionalmente (4).

Etapa (1-i)

La etapa (1-i) del procedimiento de acuerdo con la invencién prevé una aplicacion de un agente (B2a) de recubrimiento
sobre al menos una parte de una superficie de un sustrato (F2). El sustrato (F2) representa un material de soporte
para el agente (B2a) de recubrimiento que va a ser aplicado sobre aquel o el recubrimiento (B2) que va a ser aplicado
sobre aquel.

El sustrato (F2) o - en caso que se use un sustrato recubierto - la capa que se encuentra en la superficie del sustrato
(F2), consiste preferiblemente en al menos un polimero termoplastico, en particular elegido de entre el grupo
consistente en polimetil(met)acrilatos, polibutil(met)acrilatos, polietilentereftalatos, polibutilentereftalatos, fluoruros de
polivinilideno, cloruros de polivinilo, poliésteres incluyendo policarbonatos y polivinilacetato, preferiblemente
poliésteres como PBT y PET, poliamidas, poliolefinas como polietileno, polipropileno, poliestireno asi como
polibutadieno, poliacrilonitrilo, poliacetal, copolimeros de poliacrilonitriloetileno-propilenodieno estireno (A-EPDM),
polieterimidas, resinas de fenol, resinas de urea, resinas de melamina, resinas alquidicas, resinas de epoxido,
poliuretanos incluyendo TPU, polietercetonas, polifenilensulfuros, poliéteres, polivinilalcoholes y sus mezclas. De
modo particular son sustratos preferidos o capas que se encuentran sobre su superficie, las poliolefinas como por
ejemplo PP (polipropileno), que opcionalmente pueden ser isotacticos, sindiotacticos o atacticos y opcionalmente
pueden ser no orientados u orientados por barras uni- o biaxiales, SAN (copolimeros de estireno-acrilonitrilo), PC
(policarbonatos), PMMA (polimetilmetacrilatos), PBT (poli(butilentereftalato)s), PA (poliamidas), ASA (copolimeros de
acrilonitrilo-estireno-acrilésteres) y ABS (copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno), asi como sus mezclas fisicas
(mezclas). De modo particular se prefieren PP, SAN, ABS, ASA asi como mezclas de ABS 0 ASA con PA o PBT o PC.
De modo muy particular se prefieren PET, PBT, PP, PE y polimetiimetacrilato (PMMA) o PMMA modificado con
resistencia al impacto. En particular se prefiere un poliéster, con maxima preferencia se usa PET como material para
el sustrato (F2). Alternativamente, el sustrato (F2) mismo puede estar manufacturado - dado el caso a pesar de una
capa de al menos uno de los polimeros mencionados anteriormente aplicado sobre él - de otro material como vidrio,
ceramica, metal, papel y/o tejidos. En este caso, el sustrato (F2) representa preferiblemente una placa y puede ser
usado por ejemplo en un dispositivo de gofrado de rodillo a placa.

El espesor del sustrato (F2) es preferiblemente de 2 pm hasta 5 mm. De modo particular se prefiere un espesor de
capa de 25 a 1.000 um, en particular 50 a 300 pum.

El sustrato (F2) es preferiblemente una lamina, de modo particular preferiblemente es una pista de lamina, de modo
muy particular preferiblemente una pista sinfin de lamina. En este caso, el sustrato (F2) puede ser usado
preferiblemente en un dispositivo de gofrado rodillo a rodillo.

En el sentido de la presente invencion, el concepto de "lamina sinfin" o "pista sinfin de lamina" denomina
preferiblemente una lamina con una longitud de 100 m a 10 km.

Preferiblemente, el sustrato (F2) para la ejecucion de la etapa (1-i) (y preferiblemente también para la ejecucion de las
etapas (2-i), (3) y (4) del procedimiento asi como también para la ejecucion de las etapas (1-ii), (2-ii), (3) y (4) del
procedimiento de la alternativa (ii)) se mueve y por ello es un sustrato moévil. Preferiblemente durante la ejecucion de
las etapas (1-i) y (2-ii), el sustrato (F2) es movido por medio de un dispositivo de transporte como una banda fluida. El
dispositivo correspondiente usado para la ejecucion de la etapa (1-i) y también la etapa (2-ii) comprende por ello
preferiblemente un dispositivo tal de transporte. El correspondiente dispositivo usado para la ejecucion de la etapa (1-
i) comprende ademas un medio para la aplicacion del agente (B2a) de recubrimiento preferiblemente curable por
radiacion, sobre al menos una parte de una superficie de sustrato (F2). Lo analogo es valido para el correspondiente
dispositivo usado para la ejecucion de la etapa (2-ii).

Etapa (2-i)

La etapa (2-i) del procedimiento de acuerdo con la invencion prevé un gofrado al menos parcial del agente (B2a) de
recubrimiento aplicado al menos parcialmente sobre la superficie del sustrato (F2), por medio de al menos una
herramienta (P2) de gofrado que exhibe al menos una matriz (p2) de gofrado, en la que la matriz (p2) de gofrado
comprende un material (B1F1) compuesto de un sustrato (F1) y un recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado
y al menos parcialmente curado, en la que después del gofrado al menos parcial se obtiene un material (F2B2aB1F1)
compuesto. Preferiblemente durante la ejecuciéon de la etapa (2-i)) se presiona la herramienta (P2) de gofrado
incluyendo la matriz (p2) de gofrado, al menos parcialmente sobre el agente (B2a) de recubrimiento aplicado.

Preferiblemente la matriz (p2) de gofrado de la herramienta (P2) de gofrado usada en la etapa (2-i) es reciclable y es
utilizable de manera repetida para la transferencia de al menos una estructura gofrada, preferiblemente dentro del
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procedimiento de acuerdo con la invencidn, cuando éste comprende obligatoriamente la etapa (4). Preferiblemente
mediante la etapa (2-i) se transfieren micro- y/o nanoestructuras como estructura gofrada al agente (B2a) de
recubrimiento.

Preferiblemente la matriz (p2) de gofrado, por consiguiente el material (F1B1) compuesto, es una pista (F1) de lamina,
que exhibe un recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado. De modo particular
preferiblemente el sustrato (F1) es una pista sinfin de lamina, que exhibe el recubrimiento (B1) al menos parcialmente
gofrado y al menos parcialmente curado, mediante lo cual el material (F1B1) compuesto usado como matriz (p2) de
gofrado representa una matriz sinfin de gofrado, y concretamente en particular incluso si el sustrato (F2) es una pista
sinfin de lamina.

La al menos una matriz (p2) de gofrado de la herramienta (P2) de gofrado usada para el gofrado al menos parcial de
acuerdo con la etapa (2-i) exhibe una "estructura negativa" (“forma negativa"), es decir, tanto la imagen especular de
la estructura gofrada, que exhibe el material (F2B2) compuesto de un sustrato (F2) y un recubrimiento (B2) al menos
parcialmente gofrado y completamente curado, como también laimagen especular de la estructura gofrada de la matriz
de gofrado (pl) de la herramienta (P1) de gofrado, obtenida después de la ejecucién de la etapa (4) opcional del
procedimiento de acuerdo con la invencion.

El correspondiente dispositivo usado para la ejecucion de la etapa (2-i) comprende un medio para el gofrado al menos
parcial del agente (B2a) de recubrimiento, aplicado al menos parcialmente sobre la superficie del sustrato (F2), por
medio de al menos una herramienta (P2) de gofrado. Ademas, el dispositivo usado exhibe preferiblemente un medio
para comprimir (P2) sobre el sustrato (F2) usado preferiblemente como pista sinfin de lamina, después de la aplicacién
del agente (B2a) de recubrimiento curable por radiacion sobre (F2), el cual esta ubicado preferiblemente en la direccién
de extraccion del sustrato (F2), visto detras del agente para la aplicacion del agente (B2a) de recubrimiento curable
por radiacion.

El gofrado al menos parcial de acuerdo con la etapa (2-i) del procedimiento de acuerdo con la invencién es ejecutado
por medio de una herramienta (P2) de gofrado. (P2) puede ser preferiblemente una calandria de gofrado, que
comprende preferiblemente una pieza de recarga de trama, de modo particular preferiblemente un anillo ed Anilox.
Esta calandria regula rodillos que giran en sentido contrario, es decir, sentidos opuestos 0 en el mismo sentido,
dispuestos preferiblemente uno sobre otro en direccién vertical en una separacién determinada, en la cual el material
(F2B2a) compuesto que va a ser dotado con una estructura gofrada alimenta los rodillos y pasa a través de la brecha
que forman los rodillos, en la cual el ancho de brecha es ajustable de modo variable. La pieza de recarga de trama
comprende al respecto preferiblemente un primer un rodillo como un rodillo metélico, por ejemplo un rodillo de acero
o rodillo de niquel, o también un rodillo a base de cuarzo o un rodillo recubierto con al menos un plastico. El primer
rodillo actia como rodillo de gofrado (rodillo de presion). La pieza de recarga de trama comprende al respecto
preferiblemente un segundo rodillo (rodillo de contrapresion o rodillo de aprisionamiento). El primer rodillo actta al
respecto como herramienta (P2) de gofrado y contiene la forma negativa de la estructura gofrada que va a ser grabada
en la superficie del material (F2B2a) compuesto. Para ello, la herramienta (P2) de gofrado esta dotada con un material
(F1B1) compuesto como matriz (p2) de gofrado, que representa esta forma negativa. La preparaciéon sobre la
herramienta (P2) de gofrado de la forma negativa de la estructura que va a ser grabada, ocurre segun los
procedimientos comunes y conocidos por los expertos, en la que dependiendo de la estructura y materiales pueden
ser particularmente ventajosos procedimientos especificos. Preferiblemente esto es realizado de acuerdo con la
invencion mediante la accion del rodillo de gofrado como herramienta (P2) de gofrado y que incluye al material (F1B1)
compuesto usado como matriz (p2) de gofrado en forma de una lamina recubierta y al menos parcialmente gofrada,
preferiblemente pista de lamina, de modo particular preferiblemente pista sinfin de lamina que preferiblemente se
mueve. Por medio del rodillo de contrapresién se mueve en sentido contrario el material (F2B2a) compuesto que va a
ser gofrado. En el punto de la brecha de rodillos, que se forma por los rodillos que giran en sentido contrario dispuestos
mutuamente en una separacion determinada, ocurre el gofrado de acuerdo con la etapa (2-i). El primer rodillo, que
conduce al material (F1B1) compuesto que actla como matriz (p2) de gofrado, sirve al respecto para el gofrado del
material (F2B2a) compuesto, el cual es conducido desde el segundo rodillo ubicado de modo opuesto a este rodillo
de gofrado, que presiona contra el primer rodillo de gofrado al material (F2B2a) compuesto que va a ser dotado con
una estructura gofrada. Como ya se cit6é anteriormente, las estructuras sobre el rodillo de gofrado - por consiguiente
la matriz (p2) de gofrado - pueden tener una estructura continua o también estar formadas como estructura
interrumpida (secuencia de estructuras de gofrado individual), en lo que también es posible una combinacién de ambas
estructuras. Las respectivas estructuras sobre el rodillo de gofrado pueden exhibir las mas diversas formas
geomeétricas, dependiendo de la estructura pretendida del material compuesto. En caso de requerirse, la etapa (2-i)
puede ser ejecutada a temperatura elevada, por ejemplo a 30 a 100 °C o al menos a 80 °C. En este caso, el material
(F2B2a) compuesto que va a ser gofrado atraviesa primero un laminador caliente, después de ello ocurre dado el caso
una irradiacion con luz infrarroja, antes de que ocurra el verdadero procedimiento de gofrado descrito anteriormente.
Después del gofrado, el material (F2B2a) compuesto gofrado atraviesa luego, dado el caso para el enfriamiento, un
laminador frio. De modo alternativo, la etapa (2-i) puede ocurrir también bajo enfriamiento: en este caso el material
(F2B2a) compuesto que va a ser gofrado atraviesa primero un laminador frio, antes de que ocurra el verdadero
procedimiento de gofrado descrito previamente.
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Preferiblemente el material (F1B1) compuesto usado como matriz (p2) de gofrado en la etapa (2-i), es un material
compuesto, de una pista (F1) de lamina y un recubrimiento (B1) aplicado sobre ella, y al menos parcialmente gofrado
y al menos parcialmente curado.

Preferiblemente, el material (F1B1) compuesto usado como matriz (p2) de gofrado en la etapa (2-i) es conducido
durante la ejecucion de la etapa (2-i) mediante un primer rodillo que actia como herramienta (P2) de gofrado, y el
material (F2B2a) compuesto es conducido mediante un segundo rodillo, que esta ubicado de modo opuesto al primer
rodillo y gira en sentido contrario a este, o en el mismo sentido de este, preferiblemente en sentido contrario.

Preferiblemente el gofrado al menos parcial ocurre de acuerdo con la etapa (2-i) a la altura de la brecha de rodillos,
que esta formada por los dos rodillos que giran en sentido contrario uno a otro, en el mismo sentido o en la misma
direccién, en el que el recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado del material (B1F1) compuesto esta orientado
hacia el agente (B2a) de recubrimiento del material (F2B2a) compuesto. El gofrado al menos parcial es alcanzado al
respecto preferiblemente mediante presion o contrapresion del material (F1B1) compuesto sobre el material (F2B2a)
compuesto.

El material compuesto (F1B1) usado como matriz (p2) de gofrado en la etapa (2-i), de sustrato (F1) y recubrimiento
(B1) por lo menos parcialmente gofrado y por lo menos parcialmente curado es denominado en lo sucesivo también
como "sustrato maestro" o "pelicula maestra". Si el sustrato (F1) es una lamina, la correspondiente pelicula maestra
es denominada como "lamina maestra". Si el sustrato (F1) es una pista de lamina, la correspondiente pelicula maestra
es denominada como "pista de lamina maestra”. El recubrimiento (B1) de la pelicula maestra es denominado en lo
sucesivo también como "barniz maestro por lo menos parcialmente curado” o "capa de barniz maestro" y el agente
(B1a) de recubrimiento usado para la fabricaciéon del barniz maestro curado es denominado como "barniz maestro".
Preferiblemente entre (F1) y (B1) del material compuesto (F1B1) no se encuentra otra capa (de barniz). Por ello,
también es posible que entre (F1) y (B1) del material compuesto (F1B1) esté presente al menos una capa de promotor
de adherencia, que en este caso preferiblemente es transparente a la radiacion UV.

El material compuesto (F1B1) usado como matriz de gofrado puede opcionalmente ser tratado previamente antes de
la ejecucion de la etapa (2-i) con el agente (B2a) de recubrimiento usado. Un tratamiento previo tal comprende o es
preferiblemente una humectacion de la matriz de gofrado con el agente (B2a) de recubrimiento.

Etapa (3)

La etapa (3) del procedimiento de acuerdo con la invencion prevé un curado al menos parcial del agente (B2a) de
recubrimiento dentro del material (F2B2aB1F1) compuesto, obtenido después de la etapa (2-i) o etapa (2-ii), para
obtener un material (F2B2B1F1) compuesto, en el que el agente (B2a) de recubrimiento esta en contacto durante la
totalidad de la duracion del curado al menos parcial, con el material (B1F1) compuesto parcial usado como matriz (p2)
de gofrado dentro del material (F2B2aB1 F1) compuesto.

Preferiblemente las etapas (2-i) y (3) son ejecutadas simultdneamente. al respecto, el curado al menos parcial ocurre
de acuerdo con la etapa (3) durante la ejecucién de la etapa (2-i) preferiblemente in situ.

El dispositivo correspondiente usado para la ejecucién de la etapa (3) comprende por ello preferiblemente al menos
una fuente de radiacién para la irradiacion del agente (B2a) de recubrimiento con una radiacién para curado. Puesto
gue el agente (B2a) de recubrimiento es preferiblemente un agente de recubrimiento curable por radiacién UV, como
radiacion de curado se usa preferiblemente radiacion UV. Cuando el agente (B2a) de recubrimiento no es curable por
radiacion, preferiblemente es curable por via quimica. En este caso, el curado de acuerdo con la etapa (3) ocurre por
via térmica, por ejemplo mediante uso de radiadores de calor adecuados. Evidentemente, también es posible un
curado combinado, es decir, un curado térmico y un curado por medio de radiacion UV.

Como fuentes de radiacion para el curado por radiacidon son adecuados por ejemplo los radiadores de mercurio a baja
presion, a presién media, a presion alta asi como tubos de material luminiscente, radiadores de impulso, radiadores
de halogenuro de metal (lamparas de hal6geno), laser, LED y demas dispositivos de relampago de electrones,
mediante los cuales es posible un curado por radiacion sin fotoiniciador o radiador excimero. El curado por radiacion
ocurre por accion de radiacion rica en energia, por consiguiente radiacion UV o luz del dia o mediante irradiacion con
electrones ricos en energia. La dosificacion de radiacion usualmente suficiente para el entrecruzamiento para curado
por UV esta en el intervalo de 80 a 3.000 mJ/cm?. Evidentemente, para el curado son utilizables también varias fuentes
de radiacién, por ejemplo dos a cuatro. Estas pueden irradiar también en intervalos de longitud de onda en cada caso
diferentes.

Preferiblemente el curado al menos parcial en la etapa (3) ocurre por irradiacién a través del sustrato (F2). Al respecto,
es ventajoso que la permeabilidad del sustrato (F2) para la radiacion usada sea ajustada al por lo menos un
fotoiniciador usado, el cual esta presente preferiblemente el agente (B2a) de recubrimiento. Asi, por ejemplo el material
PET como sustrato (F2), por consiguiente por ejemplo una lamina de PET, es permeable a la radiacion con una longitud
de onda inferior a 400 nm. Como fotoiniciadores, que generan radicales para esta radiacion, entran en consideracién
por ejemplo 6xido de 2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina, etil-2,4,6-trimetilbenzoilfenilfosfinato y 6xido de bis-(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fenilfosfina. Preferiblemente por ello en este caso en el agente (B2a) de recubrimiento esta presente al
menos un fotoiniciador tal.
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Etapa (4) opcional

La etapa (4) del procedimiento de acuerdo con la invencion prevé un retiro opcional del material (F2B2) compuesto
dentro del material (F2B2B1 F1) compuesto, del material (B1F1) compuesto usado como matriz (p2) de gofrado.
Mediante ello puede obtenerse un material (F2B2) compuesto de (F2) y recubrimiento (B2) al menos parcialmente
gofrado y al menos parcialmente curado. Preferiblemente se ejecuta la etapa (4).

Alternativa (ii)

El procedimiento de acuerdo con la invencion segun la alternativa (i) comprende al menos las etapas (1-ii), (2-ii) y (3)
asi como opcionalmente (4). Las etapas (3) y (4) fueron ya descritas anteriormente en el contexto de la alternativa (i).

Etapa (1-ii)

La etapa (1-ii) del procedimiento de acuerdo con la invencién prevé una aplicacién de un agente (B2a) de recubrimiento
sobre al menos una parte de una superficie al menos parcialmente gofrada de un material (B1F1) compuesto, de un
sustrato (F1) y un recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, usado como
una matriz (p2) de gofrado de una herramienta (P2) de gofrado, para obtener un material (B2aB1 F1) compuesto.

El material (F1B1) compuesto usado como matriz de gofrado puede ser tratado previamente opcionalmente con el
agente (B2a) de recubrimiento usado, para la ejecucion de la etapa (1-ii). Un tratamiento previo tal comprende o es
preferiblemente una humectacion de la matriz de gofrado con el agente (B2a) de recubrimiento.

Etapa (2-ii)

La etapa (2-ii) del procedimiento de acuerdo con la invencién prevé una aplicacion de un sustrato (F2) sobre al menos
una parte de la superficie del material compuesto (B2aB1F1) formada por (B2a), para obtener un material (F2B2aB1
F1) compuesto.

Preferiblemente el material (B1F1) compuesto usado en la etapa (1-ii) como matriz (p2) de gofrado es conducido
después de la aplicacion del agente (B2a) de recubrimiento sobre al menos una parte de su superficie al menos
parcialmente gofrada, para obtener el material (B2aB1F1) compuesto durante la ejecucion de la etapa (2-ii), mediante
un primer rodillo que actda como herramienta (P2) de gofrado, y el sustrato (F2) usado dentro de la etapa (2-ii) es
conducido mediante un segundo rodillo, que esta ubicado de modo opuesto al primer rodillo y gira en sentido contrario
a éste 0 en el mismo sentido respecto a éste, preferiblemente en sentido contrario.

Preferiblemente el gofrado al menos parcial ocurre de acuerdo con la etapa (2-ii) a la altura de la brecha de los rodillos,
que se forma por los dos rodillos ubicados de modo mutuamente opuesto, que giran en sentido contrario o en la misma
direccion, en el que el agente (B2a) de recubrimiento del material (B2aB1F1) compuesto esta orientado hacia el
sustrato (F2). El gofrado al menos parcial es alcanzado al respecto preferiblemente por presion o contrapresion del
sustrato (F2) sobre el material (B2aB1 F1) compuesto.

En la Fig. 1 se presenta esquematicamente una vista lateral de un dispositivo, que puede ser usado para la ejecucion
de las etapas (1-i) y (2-i) asi como (3) y opcionalmente (4) del procedimiento de acuerdo con la invencién, y en el cual
se ilustra a modo de ejemplo el procedimiento de acuerdo con la invencién. Igualmente puede usarse este dispositivo
de manera basicamente analoga también para la ejecucién de las etapas (1-ii) y (2-ii) asi como (3) y opcionalmente
(4) del procedimiento de acuerdo con la invencion. Por medio de este dispositivo pueden transferirse estructuras como
micro- y/o nanoestructuras preferiblemente de una matriz de gofrado (F1B1, p2) presente como pelicula maestra, a
un sustrato (F2) recubierto con (B2a). Por ello este dispositivo es denominado también en general como dispositivo
de transferencia y en la Fig. 1 se le asigna el signo de referencia (10).

En el dispositivo (10) de transferencia se forma como pieza central una zona (1) de gofrado, en la cual esta dispuesto
un rodillo (2) de presién con una chaqueta de rodillo de un vidrio de cuarzo. El rodillo (2) de presién es impulsado para
la rotacion. Aparte del rodillo (2) de presion esta dispuesta una fuente de radiacién como unidad (3) de iluminacién, la
cual genera luz UV y en particular puede comprender una serie de UV-LEDs dispuestos en direccién longitudinal del
rodillo (2) de presion. Como se representa en la Fig. 1, la unidad (3) de iluminacién puede estar dispuesta también en
el interior del rodillo (2) de presion. Contra el rodillo (2) de presion esta presionado un rodillo (4) de contrapresion
dispuesto en la zona (1) de gofrado. En un armazon (5) de matriz del dispositivo (10) de transferencia estan dispuestos
dos rodillos (6) y (7) de pista de lamina, que son impulsados con motor para la rotacion. Evidentemente, los rodillos
(6) y (7) de pista de lamina pueden estar dispuestos y colocados también de otro modo, como en un armazén (5) de
matriz, por ejemplo en un elemento de tipo gabinete o también por fuera del verdadero dispositivo (10) de transferencia.
Sobre los rodillos (6) y (7) de pista de lamina mostrados en este caso dispuestos como en el armazén de matriz, esta
enrollada una pista (8) de lamina maestra, que representa una matriz sinfin de gofrado. La pista (8) de lamina maestra
esta dotada con una capa de barniz maestro sobre una superficie de transferencia, en la cual estan incorporadas como
relieve de superficie, formas negativas de micro- y/o nanoestructuras que van a ser transferidas. La capa de barniz
maestro esta curada al menos parcialmente, de modo que las estructuraciones en relieve son duraderas dentro de
ella. La pista (8) de lamina maestra puede ser obtenida mediante ejecucién de las etapas (5) a (8) del procedimiento
de acuerdo con la invencién y representa con ello un material (F1B1) compuesto. La pista (8) de lamina maestra corre
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desde el primer rodillo (6) de pista de lamina, es alimentado mediante diferentes sistemas de rodillos de deflexién a la
zona (1) de gofrado y llega, como se reconoce en la Fig. 1, perpendicularmente desde arriba a la zona entre el rodillo
(2) de presion y el rodillo (4) de contrapresion. Alli es conducido en estado de tensién sobre una seccién del perimetro
del rodillo (2) de presién, abandona luego nuevamente el rodillo (2) de presién y es alimentado, nuevamente mediante
sistemas de rodillos de deflexion con tensores de banda al segundo rodillo (7) de pista de lamina y es enrollado sobre
este. Una pista (9) de lamina que forma el sustrato (F2) que va a ser dotado con estructuras como micro- y/o
nanoestructuras es alimentado partiendo de un rodillo (11) de pista de lamina, también en este caso mediante
diferentes sistemas de rodillos de deflexién con tensor de pista a la zona (1) de gofrado, llega alli tenso mediante una
seccion periférica del rodillo (4) de contrapresion y de alli a la zona del sistema del rodillo (4) de contrapresion del
rodillo (2) de presion o a la zona de la brecha formada entre estos elementos. La pista (9) de lamina abandona esta
zona, en la representacion de acuerdo con la Fig. 1 en direccién vertical desde abajo, y es llevada - conducida
nuevamente mediante sistemas de rodillos de deflexion y tensor de pista - hasta un rodillo de pista de lamina (12),
sobre el cual se enrolla ésta como producto tratado terminado. En su ruta en la zona (1) de gofrado o hacia la brecha
de rodillos entre el rodillo (2) de presion y el rodillo (4) de contrapresion, con una unidad (27) de carga de barniz
dispuesta en este caso fuera de la zona (1) de presion, se dota con una capa de barniz la pista (9) de lamina sobre su
superficie orientada en la zona (1) de presién al rodillo (2) de presion. Mediante la unidad (27) de carga de barniz se
aplica con ello después de la etapa (1-i) del procedimiento de acuerdo con la invencién, un agente (B2a) de
recubrimiento sobre la pista (9) de ldmina usada como (F2). En la zona (1) de presion se colecta luego la pista (9) de
lamina con su superficie dotada con la capa de barniz aun no curado, con la superficie de la pista (8) de lamina maestra
dotada con la capa de barniz maestro, para la ejecucion de la etapa (2-i) del procedimiento de acuerdo con la invencién.
Al respecto, la pista (9) de lamina corre mediante el rodillo (4) de contrapresion, la pista (8) de lamina maestra corre
mediante el rodillo (2) de presién. Ambas pistas, la pista (9) de lamina y la pista (8) de lamina maestra estan orientadas
mutuamente hacia su superficie dotada con la respectiva capa de barniz (para la pista (8) de lamina maestra la capa
de barniz maestro al menos parcialmente curado, que corresponde al recubrimiento (B1), para la pista (9) de lamina
la capa de barniz no curado, que corresponde al agente (B2a) de recubrimiento). En la zona en la cual el rodillo (4) de
contrapresion esta presionado contra el rodillo (2) de presion, se imprime la imagen negativa de las estructuras que
van a ser transferidas como micro- y/o nanoestructuras, que esta formada en la capa de barniz maestro (B1), en la
capa de barniz no curado que corresponde al agente (B2a) de recubrimiento, mediante lo cual transfieren las
estructuras. De modo similar, mediante la unidad (2) de iluminacién ocurre una iluminacion con UV y con ello un curado
al menos parcial de la capa de barniz no curado, que corresponde al agente (B2a) de recubrimiento de la capa de
barniz sobre la pista (9) de lamina, mientras esta capa de barniz esta aun en contacto con la capa (8) de barniz
maestro. De este modo, inmediatamente después de la transferencia de las estructuras e in situ ocurre el curado al
menos parcial de la capa de barniz. La irradiacion de la pista (9) de lamina, o de la capa de barniz no curado aplicada
sobre ésta, ocurre al respecto a través del material (9) de laminas, por irradiacién desde afuera sobre el cilindro (2) de
presion. De modo alternativo, la irradiacion ocurre a través del material de vidrio de cuarzo de la superficie de chaqueta
del cilindro (2) de presion, y también a través del material de la pista (8) de lamina maestra y de la capa de barniz
maestro aplicada sobre ella. De modo correspondiente, la pista (8) de lamina maestra y capa de barniz maestro tienen
disefio transparente a la radiacion usada, en este caso luz UV. La superficie de chaqueta del rodillo (2) de presion es
descrita en este caso como consistente en vidrio de cuarzo. Sin embargo, en este caso entra en consideracion
basicamente también otro material, en tanto éste sea transparente a la radiacion de curado entregada desde el interior
del rodillo (2) de presion (que puede ser otra diferente a luz UV). De modo alternativo, en lugar de la unidad (3) de
iluminacion, que entrega iluminacion UV, puede usarse por ejemplo también un radiador térmico de calor, cuando el
agente (B2a) de recubrimiento es un agente de recubrimiento que no cura por radiacién. A continuacion del curado al
menos parcial mediante iluminacién UV, es posible también una iluminacion posterior opcional, por ejemplo por medio
de radiacion IR. Al final de este proceso de curado de acuerdo con la etapa (4) opcional del procedimiento de acuerdo
con la invencién, se separan la pista (9) de lamina y la pista (8) de lamina maestra mediante separaciéon de los
materiales (F2B2) compuestos de capa ahora estructurados en cada caso y la pelicula (F1B1) maestra. La pista (9)
de lamina (es decir, el material (F2B2) compuesto) asi recubierta dotada con la estructuracion deseada es alimentada
como producto terminado al rodillo (12) de pista de lamina y enrollada sobre este. Si se ilumina desde fuera del rodillo
(2) de presién por medio de una unidad (3) de iluminacion, entonces la pista (9) de lamina (es decir, el material (F2B2)
compuesto) recubierta dotada con la estructuracién deseada puede ser también opaca, cuando se elige un arreglo en
el que se intercambian la pista (8) de lamina maestra (por consiguiente el material (F1B1) compuesto) y la pista (9) de
lamina (por consiguiente el material (F2B2) compuesto). El lacado en la unidad (27) de carga de barniz de acuerdo
con la etapa (1-i) del procedimiento de acuerdo con la invencion puede ocurrir luego sin limitacién del proceso sobre
la pista (8) de lamina maestra.

Etapas (5) a (8) opcionales del procedimiento de acuerdo con la invencién para la fabricacion del material (F1B1)
compuesto usado como matriz (p2) de gofrado

Preferiblemente el material (F1B1) compuesto, de un sustrato (F1) y un recubrimiento (B1) al menos parcialmente
gofrado y al menos parcialmente curado, usado en la etapa (2-i) y la etapa (1-ii) del procedimiento, es obtenible al
menos mediante las etapas (5) a (8) especificadas en detalle a continuacién. Las etapas (5) a (8) del procedimiento
de acuerdo con la invencion son ejecutadas con ello para la fabricacion del material (F1B1) compuesto usado como
matriz (p2) de gofrado. En la Fig. 2 se ilustran a modo de ejemplo las etapas (5) a (8) del procedimiento de acuerdo
con la invencién, como también se aprende de la siguiente descripcién de esta figura.
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Etapa (5)

La etapa (5) del procedimiento de acuerdo con la invencidn suministra una aplicacion de un agente (Bla) de
recubrimiento curable por radiacién a al menos una parte de una superficie de un sustrato (F1). El sustrato (F1)
representa un material de soporte para el agente (Bla) de recubrimiento que va a ser aplicado sobre él o el
recubrimiento (B1) que va a ser aplicado sobre él. El sustrato (F1) puede estar recubierto. Como material para el
sustrato (F1) o para su capa de superficie entran en consideracion los mismos materiales que pueden ser usados
también para la fabricacién del sustrato (F2) y ya fueron mencionados anteriormente. Con ello se remite en este caso
explicitamente a los correspondientes pasajes. El sustrato (F1) es preferiblemente una lamina, de modo particular
preferiblemente una pista de lamina, de modo muy particular preferiblemente una pista sinfin de lamina. EI material
preferido para el sustrato (F1) es poliéster, en particular PET. El espesor del sustrato (F1) es preferiblemente 2 um a
5 mm. De modo particular se prefiere un espesor de capa de 25 a 1.000 um, en particular 50 a 300 pm.

Preferiblemente, en la ejecucién de la etapa (5) (y preferiblemente también en la ejecucion de las etapas (6), (7) y (8)
del procedimiento) el sustrato (F1) se mueve y por ello es un sustrato movil. Preferiblemente durante la ejecucion de
la etapa (5), el sustrato (F1) se mueve mediante un dispositivo de transporte como una banda fluida. El correspondiente
dispositivo usado para la ejecucién de la etapa (5) comprende por ello preferiblemente un dispositivo tal de transporte.
El correspondiente dispositivo usado para la ejecucion de la etapa (5) comprende ademas un agente para la aplicacion
del agente (Bla) de recubrimiento preferiblemente curable por radiacién, sobre al menos una parte de una superficie
del sustrato (F1).

Etapa (6)

La etapa (6) del procedimiento de acuerdo con la invenciéon suministra un gofrado al menos parcial del agente (Bla)
de recubrimiento aplicado al menos parcialmente sobre la superficie del sustrato (F1), por medio de al menos una
herramienta (P1) de gofrado que exhibe al menos una matriz de gofrado (p1). Al respecto, mediante el gofrado al
menos parcial, se transfiere al menos parcialmente una estructura gofrada a la superficie del agente (Bla) de
recubrimiento aplicado sobre el sustrato (F1). Los conceptos de "gofrado" y "gofrar” fueron ya definidos anteriormente.
En consecuencia, en el contexto de (Bla) o (B1), bajo ellos se denomina la dotacién al menos parcial con una
estructura gofrada, del agente (B1a) de recubrimiento como parte del material (F1B1a) compuesto. Al respecto, se
dota con una estructura gofrada al menos un area determinada del agente (B1a) de recubrimiento. Preferiblemente se
dota con una estructura gofrada la totalidad de la superficie del agente (B1a) de recubrimiento, como parte del material
(F1Bla) compuesto. Preferiblemente la herramienta (P1l) de gofrado es comprimida o presionada al menos
parcialmente sobre el agente (B1a) de recubrimiento aplicado durante la ejecucién de la etapa (6).

Preferiblemente mediante la etapa (6) se transfieren sobre el agente (Bla) de recubrimiento micro- y/o
nanoestructuras, como estructura gofrada.

El dispositivo correspondiente usado para la ejecucion de la etapa (6) comprende por ello un medio para el gofrado al
menos parcial del agente (Bla) de recubrimiento aplicado al menos parcialmente sobre la superficie de sustrato (F1),
por medio de al menos una herramienta (P1) de gofrado. Ademas, el dispositivo usado exhibe preferiblemente un
medio para la compresion de (P1) sobre el sustrato (F1) usado preferiblemente como pista sinfin de lamina, después
de la aplicacion del agente (B1a) de recubrimiento curable por radiacion sobre (F1), el cual es colocado preferiblemente
en la direcciéon de extraccion del sustrato (F1) visto desde atras del medio para la aplicacion del agente (Bla) de
recubrimiento curable por radiacion.

El gofrado al menos parcial de acuerdo con la etapa (6) del procedimiento de acuerdo con la invencion es ejecutado
por medio de una herramienta (P1) de gofrado. (P1) puede ser preferiblemente una calandria de gofrado que
comprende preferiblemente una pieza de recarga de trama, de modo particular preferiblemente una pieza de rodillo
de rejilla. Esta calandria regula rodillos que giran en sentido contrario, dispuestos preferiblemente uno sobre otro en
direccion vertical en una separacion determinada, en la cual el material (F1B1la) compuesto que va a ser dotado con
una estructura gofrada alimenta los rodillos y pasa a través de la brecha que forman los rodillos, en la cual el ancho
de brecha es ajustable de modo variable. La pieza de recarga de trama comprende al respecto preferiblemente un
primer un rodillo como un rodillo metélico, por ejemplo un rollo de acero o rodillo de niquel, y un segundo rodillo. El
primer rodillo (rodillo de gofrado) actla al respecto como herramienta (P1) de gofrado y contiene la forma negativa de
la estructura gofrada que va a ser grabada en la superficie del material (F1B1a) compuesto. Esto corresponde a la
estructura positiva que deberia ser gofrada en el material (F2B2a) compuesto en la etapa (2) del procedimiento. El
segundo rodillo sirve como rodillo de impresién o rodillo de contrapresion. La creacion de la forma positiva de la
estructura que va a ser grabada sobre la herramienta (P1) de gofrado ocurre de acuerdo con los procedimientos
comunes y conocidos por los expertos, en los que dependiendo de la estructura y materiales pueden ser ventajosos
de manera particular procedimientos especificos. Preferiblemente esto es realizado de acuerdo con la invencién
mediante la accién del rodillo de gofrado como herramienta (P1) de gofrado y que comprende una matriz de gofrado
(p1). Por medio del rodillo de contrapresién se mueve en sentido contrario el material (F1Bla) compuesto que va a
ser gofrado, por ejemplo en forma de una pista de lamina recubierta al menos parcialmente con (B1a). En el punto de
la brecha de rodillos, que se forma por los rodillos que giran en sentido contrario dispuestos mutuamente en una
separacion determinada, ocurre el gofrado de acuerdo con la etapa (6). El primer rodillo, que conduce la matriz (p1)
de gofrado, sirve al respecto para el gofrado del material (F1B1a) compuesto, el cual es conducido desde el segundo
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rodillo ubicado de modo opuesto a este rodillo de gofrado, que presiona contra el primer rodillo de gofrado al material
(F1Bla) compuesto que va a ser dotado con una estructura gofrada. En caso de requerirse, la etapa (6) puede ser
ejecutada a temperatura elevada, por ejemplo a 30 a 100 °C o a 80 °C. En este caso, el material (F1Bla) compuesto
gue va a ser gofrado atraviesa primero un laminador caliente, después de ello ocurre dado el caso una irradiacién con
luz infrarroja, antes de que ocurra el verdadero procedimiento de gofrado descrito anteriormente. Después del gofrado,
el material (F1B1la) compuesto gofrado atraviesa luego, dado el caso para el enfriamiento, un laminador frio. De modo
alternativo, la etapa (6) puede ocurrir también bajo enfriamiento: en este caso el material (F1B1la) compuesto que va
a ser gofrado atraviesa primero un laminador frio, antes de que ocurra el verdadero procedimiento de gofrado descrito
previamente. Como herramienta (P1) de gofrado puede usarse también un cilindro convencional a presion, el cual
porta la forma negativa de la estructura gofrada que va a ser grabada en la superficie del material (F1B1a) compuesto.
Para el gofrado al menos parcial este puede ser presionado sobre el material (F1B1la) compuesto.

La al menos una matriz de gofrado (p1) de la herramienta (P1) de gofrado usada para el gofrado al menos parcial de
acuerdo con la etapa (6) exhibe una "estructura positiva" (“forma positiva"), es decir, la estructura gofrada, que exhibe
el material (F2B2) compuesto de un sustrato (F2) y un gofrado al menos parcial y recubrimiento (B2) completamente
curado, después de la ejecucion de la etapa (4) del procedimiento de acuerdo con la invencién. La herramienta (P1)
de gofrado es preferiblemente una herramienta metalica de gofrado, de modo particular preferiblemente de niquel. De
acuerdo con ello, la matriz de gofrado (p1) es preferiblemente metalica, de modo particular preferiblemente de niquel,
en particular de niquel que contiene bajas cantidades de fésforo. Sin embargo, para la fabricacién de (p1) de modo
alternativo pueden usarse también materiales blandos como por ejemplo polidimetilsiloxano (PDMS). Ademas pueden
usarse rodillos que estan recubiertos con al menos un plastico. Ademas, la herramienta (P1) de gofrado puede exhibir
como matriz de gofrado un barniz estructurado, como un barniz de UV. El agente (B1a) de recubrimiento aplicado
sobre (F1) exhibe después de la ejecucion de la etapa (6) una forma negativa de la estructura gofrada que va a ser
transferida como micro- y/o nanoestructuras.

La matriz de gofrado de la herramienta de gofrado usada puede ser tratada previamente de modo opcional antes de
la ejecucion de la etapa (6), con el agente (Bla) de recubrimiento usado. Un tratamiento previo tal comprende o es
preferiblemente una humectacion de la matriz de gofrado con el agente (B1a) de recubrimiento.

Etapa (7)

La etapa (7) del procedimiento de acuerdo con la invencion suministra un curado al menos parcial y preferiblemente
completo del agente (Bla) de recubrimiento aplicado sobre al menos una parte de la superficie del sustrato (F1) al
menos parcialmente gofrado, para obtener un material (F1B1) compuesto de sustrato (F1) y recubrimiento (B1) al
menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, en el que durante la totalidad de la duracion del curado
al menos parcial, el agente (Bla) de recubrimiento esta en contacto con la al menos una matriz de gofrado (p1) de la
al menos una herramienta (P1) de gofrado.

Preferiblemente las etapas (6) y (7) son ejecutadas simultaneamente. Al respecto, el curado ocurre de acuerdo con la
etapa (7) durante la ejecucion de la etapa (6) preferiblemente in situ.

El correspondiente dispositivo usado para la ejecucion de la etapa (7) comprende por ello preferiblemente al menos
una fuente de radiacion para la irradiacion del agente (B1a) de recubrimiento curable por radiacion, con una radiacion
de curado, preferiblemente radiacién UV.

Como fuentes de radiacién para el curado por radiacién son adecuados por ejemplo los radiadores de mercurio a baja
presion, a presién media, a presion alta asi como tubos de material luminiscente, radiadores de impulso, radiadores
de halogenuro de metal (lamparas de halégeno), laser, LED y ademas dispositivos de relampago de electrones,
mediante los cuales es posible un curado por radiacion sin fotoiniciador, o radiador excimero. El curado por radiacién
ocurre por accién de radiacioén rica en energia, por consiguiente radiacion UV o luz del dia o mediante irradiacion con
electrones ricos en energia. La dosificacion de radiacion usualmente suficiente para el entrecruzamiento para curado
por UV esta en el intervalo de 80 a 3.000 mJ/cm?. Evidentemente, para el curado son utilizables también varias fuentes
de radiacion, por ejemplo dos a cuatro. Estas pueden irradiar también en intervalos de longitud de onda en cada caso
diferentes.

Preferiblemente el curado en la etapa (7) ocurre mediante irradiacién a través del sustrato (F1). Al respecto, es
ventajoso que la transparencia del sustrato (F1) frente a la radiacion usada sea ajustada para el al menos un
fotoiniciador usado como componente (c). De este modo por ejemplo el material de PET como sustrato (F1), por
consiguiente por ejemplo una lamina de PET, es transparente a la radiacién con una longitud de onda por debajo de
400 nm. Como fotoiniciadores, que generan radicales con esta radiacién, entran en consideracion por ejemplo, 6xido
de 2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina, etil-2,4,6-trimetil-benzoilfenilfosfinato y o6xido de bis-(2,4,6-trimetilbenzoil)-
fenilfosfina.

Etapa (8)

La etapa (8) del procedimiento de acuerdo con la invencion suministra un retiro del material (F1B1) compuesto de la
herramienta (P1) de gofrado, mediante el cual se obtiene el producto deseado, es decir, el material (F1B1) compuesto
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de sustrato (F1) y recubrimiento (B1) al menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado usado como
matriz (p2) de gofrado.

En la Fig. 2 se representa esquematicamente una vista lateral de un dispositivo que puede ser usado para la ejecucion
de las etapas (5) a (8) del procedimiento de acuerdo con la invencién, para la fabricacion de un material (F1B1)
compuesto usado como (p2), es decir, para la fabricacion de una pelicula maestra, y es ilustrado a modo de ejemplo
en el procedimiento de acuerdo con la invencién respecto a las etapas (5) a (8). Por medio de este dispositivo pueden
transferirse estructuras como micro- y/o nanoestructuras por medio de una herramienta (P1) de gofrado a un sustrato
(F1) recubierto con (Bla), y después de curado al menos parcial se obtiene un material (F1B1) compuesto utilizable
como pelicula maestra, en la Fig. 2 denominado como pista (8) de lamina maestra, el cual puede ser usado como se
describié anteriormente como matriz (p2) de gofrado en el procedimiento ilustrado en el contexto de la Fig. 1.

El dispositivo (30) maestro de transferencia mostrado en la Fig. 2 trabaja de acuerdo con un principio de transferencia,
en el cual inmediatamente a un cilindro de presion estructurado o rodillo de presién, que en este caso es un cilindro
(17) maestro de presion, se imprime la estructura negativa deseada en la capa de barniz aplicada sobre la pista (8b)
maestra de lamina, todavia no curada - correspondiente a un material (F1B1la) compuesto - y luego éste es curado in
situ al menos parcialmente con las estructuras aplicadas sobre él, por medio de una unidad (3) de iluminacién para
obtener la pista (8) de lamina maestra - correspondiente a un material (F1B1) compuesto. La pista( 8a) de lamina
usada como sustrato (F1) es retirada en este procedimiento de un rodillo (18) de pista de lamina, que contiene sélo el
material de soporte, por consiguiente la lamina pura sin barniz maestro aplicado, es conducida mediante diversos
sistemas de rodillo de deflexion y sistemas de tension de pista e introducida en una zona (1) de gofrado del dispositivo.
Alli la pista (8a) de lamina corre en una zona entre un rodillo (4) de contrapresion y el cilindro (17) maestro de presion
y es dotada, fuera de la zona de presioén en el dispositivo (27) de aplicacion de barniz, con la capa de barniz maestro
(correspondiente al agente Bla de recubrimiento) todavia no curado. Esta aplicacion de barniz corresponde a la etapa
(5) del procedimiento de acuerdo con la invencién. En la zona (1) de gofrado, en la cual la pista (8b) maestra de
laminas con la capa de barniz maestro aiin no curado corre a lo largo de una seccién de la superficie de la chaqueta
del cilindro (17) maestro de presion, se introducen y transfieren las micro- y/o nanoestructuras grabadas en el cilindro
(17) maestro de presion en su superficie de chaqueta, como imagen negativa en la capa de barniz maestro de la pista
(8b) maestra de laminas. Esto corresponde a la etapa (6) del procedimiento de acuerdo con la invencion. La pista (8b)
maestra de laminas que exhibe el agente (Bla) de recubrimiento no curado es luego curada al menos parcialmente
de acuerdo con la etapa (7) del procedimiento de acuerdo con la invencion. Al respecto, se cura in situ mediante
irradiacion con una unidad (3) de iluminacién por medio de radiaciéon UV, por ejemplo por medio de una unidad formada
de UV-LEDs. A continuacion la lamina (8) maestra asi obtenida, por consiguiente el material (F1B1) compuesto, es
retirada de la superficie de chaqueta del cilindro (17) maestro de presion después de la etapa (8) del procedimiento
de acuerdo con la invencion, y la pista (8) de lamina maestra asi terminada es enrollada sobre un rodillo (19) de pista
de lamina. El rodillo (19) de pista de lamina contiene luego la pista (8) de lamina maestra terminada con la capa de
barniz maestro aplicada sobre ella, y las imagenes negativas impresas alli de las micro- y/o nanoestructuras. Este
rodillo (19) de pista de lamina puede ser retirado y luego usado, como primer rodillo (6) de pista de lamina, en un
dispositivo (10) de transferencia de acuerdo con la Fig. 1 o usado en otro dispositivo de transferencia que trabaja con
el mismo principio.

Agente (Bla) de recubrimiento y (B2a) usado de acuerdo con la invencion
Agente (Bla) de recubrimiento

El agente (Bla) de recubrimiento es un agente de recubrimiento curable por radiacion. Los conceptos de "curable por
radiacion” y "curado por radiacion" son al respecto intercambiables. Bajo el concepto de "curado por radiacion" se
entiende preferiblemente una polimerizacion por radicales de compuestos polimerizables, como consecuencia de una
radiacion electromagnética y/o corpuscular, por ejemplo luz (N)IR en el intervalo de longitud de onda de A=>400-1.200
nm, preferiblemente 700-900 nm y/o luz UV en el intervalo de longitud de onda de A=100 a 400 nm, preferiblemente
de A=200 a 400 nm y de modo particular preferiblemente A=250 a 400 nm y/o radiacion de electrones el intervalo de
150 a 300 keV y de modo particular preferiblemente con una dosificacion de radiacion de por lo menos 80,
preferiblemente 80 a 3.000 mJ/cm?. De modo particular preferiblemente se cura por medio de radiacién UV como
curado por radiacion. El agente (B1a) de recubrimiento puede ser curado mediante uso de una fuente adecuada de
radiacion. Con ello, (Bla) es preferiblemente un agente de recubrimiento que cura por radiacién UV.

El agente (Bla) de recubrimiento contiene

el al menos un componente (a) en una cantidad en un intervalo de 40 a 95 % en peso, preferiblemente en un intervalo
de 45 0 >45 a 90 % en peso, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 50 o >50 como 55 a 85 % en peso,
de modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 55 o 60 a 80 % en peso,

el al menos un aditivo como componente (b) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 5 % en peso, preferiblemente
en un intervalo de 0,05 a 4,5 % en peso, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 0,1 a 4 % en peso, de
modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 0,2 0 0,5 a 3 % en peso,
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al menos un fotoiniciador como componente (c) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 15 % en peso,
preferiblemente en un intervalo de 0,1 a 12 % en peso, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 0,5 a 10
% en peso,

el al menos un componente (d) que exhibe por lo menos un enlace doble de carbono en una cantidad en un intervalo
de 0 a 45 % en peso, preferiblemente en un intervalo de 0 a 40 % en peso, de modo particular preferiblemente en un
intervalo de 0 a 35 % en peso, de modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 0 a 30 % en peso,

referido en cada caso peso total del agente (Bla) de recubrimiento.

La presencia del componente (d) en el agente (Bla) de recubrimiento usado de acuerdo con la invencién es con ello
solamente opcional, lo cual es evidente por el respectivo valor limite inferior mencionado anteriormente de 0 % en
peso. Preferiblemente el agente (Bla) de recubrimiento contiene el componente (d) en una cantidad de hasta 30 %
en peso, referida al peso total del agente (Bla) de recubrimiento.

Los componentes (a), (b), (¢) y (d) son en cada caso diferentes uno del otro. Las cantidades indicadas de los
componentes (a), (b), (c) y (d) se refieren en cada caso peso total del agente (B1a) de recubrimiento. Las cantidades
de todos los componentes presentes en el agente (Bla) de recubrimiento, es decir, las cantidades de componentes
(), (b) y (c) asi como opcionalmente (d) asi como otros componentes opcionales alli presentes, totaliza 100 % en
peso.

El componente (a) exhibe al menos tres unidades estructurales en cada caso diferentes una de otra o por lo menos

parcialmente idénticas, de la férmula (1)
R'!
o o)v

R2

0.

en la cual
los radicales R* representan, independientemente uno del otro, en cada caso un grupo alquileno C-Cs,
los radicales R? representan, independientemente uno del otro, en cada caso H o metilo y

los parametros m representan, independientemente uno del otro, en cada caso un parametro numérico entero en un
intervalo de 1 a 15, preferiblemente en un intervalo de 1 a 10, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 1
a 8 0 2 a 8, de modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 1 a 6 0 2 a 6, en particular en un intervalo de 1
a 4 o0 2 a 4, sin embargo con la condicion de que en al menos una de las unidades estructurales de la férmula (1) el
parametro m sea por lo menos 2, preferiblemente por lo menos 3.

Preferiblemente el componente (a) exhibe al menos tres unidades estructurales idénticas de la formula (1).

?L

"representa al respecto un enlace del respectivo radical a la estructura superior del componente (a), es decir, por
ejemplo representa un enlace del radical -[O-R]m-O-C(=0)-C(R?)=CH2 dentro de la unidad estructural de la férmula
() a la estructura superior del componente (a). El enlace ocurre al respecto preferiblemente mediante una unién del
atomo de oxigeno del radical -[O-R*m- a un &tomo de carbono del radical superior. Lo analogo es valido para las otras
unidades estructurales de la formula (1). Es claro que estan combinadas todas las al menos tres unidades estructurales
de la formula (I) dentro de un componente individual - es decir el componente (a).

El simbolo

Preferiblemente el componente (a) exhibe exactamente tres unidades estructurales de la férmula (I). En este caso, el
componente (a) exhibe exactamente tres grupos funcionales (met)acrilo. De modo alternativo, las unidades
estructurales de la férmula (I) pueden estar presentes en cada caso también mas de tres veces como parte del
componente (a). En este caso, el componente (a) puede exhibir por ejemplo mas de tres grupos funcionales
(met)acrilo, por ejemplo 4, 5 0 6 grupos (met)acrilo.

Los radicales R mencionados previamente representan, independientemente uno del otro, en cada caso un grupo
alquileno C2-Cs, preferiblemente representan un grupo alquileno C2-Cs, de modo particular preferiblemente
representan un grupo alquileno C2-C4, de modo muy particular preferiblemente representan, independientemente uno
del otro, en cada caso un grupo de etileno y/o un grupo propileno, de modo muy particular preferiblemente representan
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etileno. En particular todos los radicales R! representan etileno. Como grupos propileno entran en consideracion en
cada caso radicales R? que exhiben una estructura -CH2-CH2-CHz- 0 una estructura -CH(CHs)-CH:- o una estructura
-CH2-CH(CHs). De modo particular sin embargo se prefiere en cada caso la estructura de propileno -CH2-CHz2-CHa-.

Los parametros m representan, independientemente uno del otro, en cada caso un nimero entero en un intervalo de
1 a 15. Puesto que el componente (a) exhibe al menos tres de las unidades estructurales de la férmula (1) y en al
menos una de las unidades estructurales de la formula (1) el parametro m es por lo menos 2, el componente (a)
contiene en total al menos cuatro grupos éter de la formula general "-O-R*-".

Preferiblemente el componente (a) exhibe en total al menos cinco, de modo particular preferiblemente al menos seis,
grupos éter de la férmula general "-O-R!-". Preferiblemente el nimero de grupos éter de la férmula general "-O-R*-"
dentro del componente (a) esta en un intervalo de 4 a 18, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 5 a
15, de modo muy particular preferiblemente en un intervalo de 6 a 12.

Preferiblemente la cantidad de los segmentos éter -[O-R1]m presentes en las unidades estructurales de la féormula (1)
del componente (a) es en total al menos 35 % en peso, de modo particular preferiblemente al menos 38 % en peso,
de modo muy particular preferiblemente al menos 40 % en peso, todavia mas preferido al menos 42 % en peso, en
particular al menos 45 % en peso referido en cada caso al peso total del componente (a).

Preferiblemente el componente (a) exhibe un peso molecular (Mn) en el intervalo de 300 a 2000 g/mol, de modo
particular preferiblemente de 350 a 1500 g/mol, en particular de 400 a 1000 g/mol.

De modo particular preferiblemente como componente (a) se usa al menos un compuesto de las formulas generales

(IVa) y/o (IVb),
Q
RrR3
R’ o
0 0/ R?
R'e
o .
o m
m
o

e \

(1va),

Q
R? R!
, )\(
Q o R?
-
o m
m

Q
ke \

R

Q m

R?
(IVb),
en las cuales, en cada caso independientemente uno del otro

R!y R? asi como m tienen los significados mencionados anteriormente en relacion con las unidades estructurales (1),
incluyendo las formas de realizacién de ellas preferidas mencionadas anteriormente y
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R3 representa H, alquilo C1-Cs, OH o alquilo O-C1.s, de modo particular preferiblemente representa alquilo C1-C4, OH
o0 alquilo O-C1-4, de modo muy particular preferiblemente representa alquilo C1-C4 u OH o

R? representa el radical -[O-R'm-O-C(=0)-C(R?)=CH? en el que R!, R? y m tienen los significados mencionados
anteriormente en relacién con la unidad estructural con (1), incluyendo las formas de realizacion de ellos preferidas
mencionadas anteriormente.

De modo muy particular preferiblemente como componente (a) se usa al menos un compuesto de la formula general
(IVa), en la cual

los radicales R* representan, independientemente uno del otro, en cada caso un grupo alquileno C2-Ce,

los radicales R? representan, independientemente uno del otro, en cada caso H o metilo, los pardmetros m
representan, independientemente uno del otro, en cada caso un parametro numérico entero en un intervalo de 1 a 15,
preferiblemente en un intervalo de 1 a 10, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 1 a 8 0 2 a 8, de modo
muy particular preferiblemente en un intervalo de 1 a 6 0 2 a 6, en particular en un intervalo de 1 a 4 0 2 a 4, sin
embargo con la condicién de que en al menos una, preferiblemente en todas, las unidades estructurales de la férmula
(1) el parametro m sea por lo menos 2.

R3 representa alquilo C1-Cs, OH 0 alquilo O-C1.s, de modo particular preferiblemente representa alquilo C1-C4, OH o
alquilo O-C1.4, de modo muy particular preferiblemente representa alquilo C1-C4 u OH.

En particular preferiblemente como componente (a) se usan (met)acrilatos alcoxilados como etoxilados, propoxilados
0 etoxilados y propoxilados mixtos en total de 4 a 20 veces o0 de 4 a 12 veces y en particular exclusivamente
neopentilglicol, trimetilolpropano, trimetiloletano o pentaeritritol etoxilados. Se prefieren al maximo los
correspondientes (met)acrilatos, que se derivan del correspondiente trimetilolpropano alcoxilado. Tales productos son
obtenibles comercialmente y son distribuidos por ejemplo bajo las denominaciones Sartomer® SR 499 y Sartomer®
SR 502 asi como Sartomer® SR 415 y Sartomer® SR 9035 asi como Sartomer® SR 501. En el sentido de la presente
invencion el concepto "(met)acrilo” o "(met)acrilato” comprende tanto metacrilo como también acrilo o tanto metacrilato
como también acrilato.

Preferiblemente el agente (B1a) de recubrimiento - excepto por los componentes (d) opcionales - no contiene ningln
componente, que exhiba sélo exactamente uno o sélo exactamente dos grupos con insaturacion etilénica como grupos
(met)acrilo. Para el caso en que (Bla) no exhiba componente (d), con ello (Bla) preferiblemente no contiene
componentes, que exhiban sélo exactamente uno o sélo exactamente dos grupos con insaturacion etilénica como
grupos (met)acrilo.

El componente (b) es un aditivo. El concepto del aditivo es conocido por los expertos, por ejemplo a partir del Rémpp
Lexikon, "Lacke und Druckfarben", Thieme Verlag, 1998, pagina 13. preferiblemente como componente (b) se usa al
menos un aditivo de reologia. También este concepto es conocido por los expertos, por ejemplo a partir del R6mpp
Lexikon, "Lacke und Druckfarben”, Thieme Verlag, 1998, pagina 497. Los conceptos de "aditivo de reologia”, "aditivo
reolégico” y "agente auxiliar de reologia” son al respecto intercambiables. preferiblemente el aditivo usado como
componente (b) es elegido de entre el grupo consistente en agente de fluidez, agentes con actividad superficial como
tensioactivos, agentes de formacion de redes y de dispersion, asi como agentes espesantes, agentes de tixotropia,
plastificantes y aditivos lubricantes y antibloqueo, asi como mezclas de ellos. Estos conceptos son asimismo conocidos
por los expertos, por ejemplo a partir del RGmpp Lexikon, "Lacke und Druckfarben", Thieme Verlag, 1998. Se
denominan como agentes de fluidez los componentes que mediante la disminucion de la viscosidad y/o tensién
superficial ayudan a que los agentes de recubrimiento desarrollen peliculas muy lisas. Se denominan como agentes
de formacion de redes y agentes de dispersion los componentes que disminuyen la tension superficial o en general la
tension de interfaz. Se denominan como aditivos lubricantes y antibloqueo los componentes que reducen la adherencia
(bloqueo).

Son ejemplos de aditivos obtenibles comercialmente los productos Efka® SL 3259, Byk® 377, Tego® Rad 2500,
Tego® Rad 2800,Byk® 394, Byk-SILCLEAN 3710, Silixan® A250, Novec FC 4430 y Novec FC 4432.

Preferiblemente, como aditivo (b) se usa al menos un poli(met)acrilato y/o al menos un siloxano como al menos un
oligosiloxano y/o polisiloxano y/o al menos un polimero que contiene flior como un poliéster alifatico que
preferiblemente tiene flGor. De modo particular como componente (b) se prefieren los siloxanos. De modo muy
particular se usan preferiblemente los (met)acrilatos de silicona.

Para el curado con ayuda de luz (N)IR y/o UV el agente (B1a) de recubrimiento contiene al menos un fotoiniciador
como componente (c). Este puede ser descompuesto por la luz de la longitud de onda irradiada, hasta dar radicales
que por su lado pueden iniciar una polimerizacién por radicales. Por el contrario, para el curado con radiacion de
electrones no es necesaria la presencia de tales fotoiniciadores. preferiblemente el agente (Bla) de recubrimiento
contiene al menos un fotoiniciador como componente (c), el cual puede ser descompuesto por luz de la longitud de
onda irradiada, hasta dar radicales que por su lado pueden iniciar una polimerizacion por radicales.
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Los fotoiniciadores como fotoiniciadores por UV son conocidos por los expertos. Entran en consideraciéon por ejemplo
oxidos de fosfina, benzofenona, a-hidroxi-alquil-aril-cetonas, tioxantona, antraquinona, acetofenona, benzoina y
benzoinéter, cetales, imidazol o acidos fenilglioxilicos y mezclas de ellos.

Los 6xidos de fosfina son por ejemplo 6xidos de mono- o bisacilfosfina, por ejemplo éxido de 2,4,6-trimetilbenzoildifenil-
fosfina, etil-2,4,6-trimetilbenzoilfenil-fosfinato u 6xido de bis(2,6-dimetoxi-benzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfina. Son
benzofenonas por ejemplo benzofenona, 4-aminobenzofenona, 4,4-bis(di-metilamino)benzofenona, 4-
fenilbenzofenona, 4-clorobenzofenona, cetona de Michlers, o-metoxibenzofenona, 2,4,6-trimetilbenzofenona, 4-
metilbenzofenona, 2,4-dimetilbenzofenona, 4-isopropilbenzofenona, 2-clorobenzofenona, 2,2'-diclorobenzofenona, 4-
metoxibenzofenona, 4-propoxibenzofenona o 4-butoxibenzofenona, son a-hidroxi-alquil-aril-cetonas por ejemplo 1-
benzoil-ciclohexano-1-ol (1-hidroxiciclohexilfenilcetona), 2-hidroxi-2,2-dimetilacetofenona (2-hidroxi-2-metil-1-fenil-
propano-1-ona), 1-hidroxiaceto-fenona, 1-[4-(2-hidroxietoxi)-fenil]-2-hidroxi-2-metil-1-propano-1-ona o polimero que
contiene copolimerizada 2-hidroxi-2-metil-1-(4-isopropen-2-il-fenil)-propano-1-ona. Son xantonas y tioxantonas por
ejemplo 10-tioxantenona, tioxanten-9-ona, xanten-9-ona, 2,4-dimetiltioxantona, 2,4-dietiltioxantona, 2,4-
diisopropiltioxantona, 2,4-diclorotioxantona o cloroxantenona, son antraquinonas por ejemplo B-metilantraquinona,
tert-butilantraquinona, ésteres de acido antraquinoncarboxilico, benz[de]-antracen-7-ona, benz[a]antracen-7,12-diona,
2-metilantraquinona, 2-etilantraquinona, 2-tert-butilantraquinona, 1-cloroantraquinona o 2-amilantraquinona. Son
acetofenonas por ejemplo acetofenona, acetonaftoquinona, valerofenona, hexanofenona, a-fenilbutirofenona, p-
morfolinopropiofenona, dibenzosuberona, 4-morfolinobenzofenona, p-diacetilbenceno, 4'-metoxiaceto-fenona, a-
tetralona, 9-acetilfenantreno, 2-acetilfenantreno, 3-acetilfenantreno, 3-acetilindol, 9-fluorenona, l-indanona, 1,3,4-
triacetilbenceno, 1l-acetonaftona, 2-acetonaftona, 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona, 2,2-di-etoxi-2-fenilacetofenona,
1,1-dicloroacetofenona, 1-hidroxiacetofenona, 2,2-dietoxiacetofenona, 2-metil-1-[4-(metiltio)fenil] -2-
morfolinopropano-1-ona, 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletan-2-ona o 2-bencil-2-dimetilamino-1-(4-morfo-linofenil)-butano-1-
ona. Son benzoinas y benzoinéteres por ejemplo 4-morfolino-desoxibenzoina, benzoina, benzoinisobutiléter,
benzointetrahidropiraniléter, benzoinmetiléter, benzoinetiléter, benzoinbutiléter, benzoinisopropiléter o 7-H-
benzoinmetiléter. Son cetales por ejemplo acetofenonadimetilcetal, 2,2-dietoxiacetofenona, o bencilcetales, como
bencildimetilcetal. Otros fotoiniciadores utilizables son por ejemplo benzaldehido, metiletilcetona, 1-naftaldehido,
trifenilfosfina, tri-o-toluilfosfina o 2,3-butandiona. Las mezclas tipicas comprenden por ejemplo 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-
propano-2-ona Yy 1-hidroxi-ciclohexil-fenilcetona, 6xido de bis(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfina y 2-
hidroxi-2-metil-1-fenil-propano-1-ona, benzofenona y 1-hidroxi-ciclohexil-fenilcetona, 6xido de bis(2,6-
dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfina y 1-hidroxi-ciclohexil-fenilcetona, éxido de 2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina
y 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propano-1-ona, 2,4,6-trimetilbenzofenona y 4-metilbenzofenona o 2,4,6-trimetilbenzofenona
y 4-metilbenzofenona y 6xido de 2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina.

Preferiblemente bajo estos fotoiniciadores estan oxido de 2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina, etil-2,4,6-trimetilbenzoil-
fenilfosfinato, oxido de bis-(2,4,6-trimetilbenzoil)-fenilfosfina, benzofenona, 1-benzoilciclohexano-1-ol, 2-hidroxi-2,2-
dimetilacetofenona y 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona. Por ello como componente (c) preferiblemente se usa al menos
un fotoiniciador tal. EI componente (c) es diferente de los componentes (a), (b) y (d). Los fotoiniciadores obtenibles
comercialmente son por ejemplo los productos Irgacure® 184, Irgacure® 500, Irgacure® TPO, Irgacure® TPO-L y
Lucirin® TPO asi como Darocure® 1173 de la compafiia BASF SE.

Como se mencion6 previamente, el uso del al menos un componente (d) es s6lo opcional. El componente (d) exhibe
por lo menos un enlace doble de carbono preferiblemente terminal. Al respecto, preferiblemente se trata de un grupo
(met)acrilo. El componente (d) exhibe preferiblemente uno o dos grupos con insaturacion etilénica, como por ejemplo
uno o dos o tres o también mas grupos (met)acrilo. Pueden usarse también dos o0 mas componentes (d) diferentes.

Son ejemplos de componente (d) los ésteres mono-, di-, y/o trifuncionales de acido (met)acrilico como
etilenglicoldi(met)acrilato, 1,2-propanodioldi(met)-acrilato, 1,3-propanodioldi(met)acrilato, 1,4-
butanodioldi(met)acrilato, 1,3-butanodioldi(met)acrilato, 1,5-pentanodioldi(met)acrilato, 1,6-hexanodioldi(met)-acrilato,
1,8-octanodioldi(met)acrilato, neopentilglicoldi(met)acrilato, 1,1-, 1,2-, 1,3- y 1,4-ciclohexanodimetanoldi(met)acrilato,
1,2-, 1,3- o 1,4-ciclohexanodioldi(met)acrilato,triciclodecanodimetanoldi(met)acrilato, trimetilolpropanotri(met)acrilato,
ditrimetilolpropanopenta- o -hexa(met)acrilato, pentaeritritoltri- o -tetra(met)acrilato, glicerindi- o -triimet)acrilato, asi
como di- y poli(met)acrilatos de alcoholes de azlcar, como por ejemplo de sorbitol, manitol, diglicerol, treitol, eritritol,
adonitol (ribitol), arabitol (lixitol), xilitol, dulcitol (galactitol), maltitol o isomaltol, 2-fenoxietil(met)acrilato,
etildiglicol(met)acrilato, 4-tert.-butilciclo-hexil(met)acrilato, trimetilolpropanoformalmono(met)acrilato,
isobornil(met)acrilato, tetrahidrofurfuri(met)acrilato, 2-(2-etoxietoxi)etil(met)acrilato, asi como lauril-, estearil-, isodecil-
, octil- y decil(met)acrilato, ésteres de acidos carboxilicos con insaturacion etilénica a,3, preferiblemente de acido
(met)acrilico con alcoholes, que exhiben 1 a 20 atomos de C, preferiblemente dado el caso alcanoles que exhiben 1 a
20 atomos de C sustituidos con hidroxilo, por ejemplo metilésteres de acido (met)acrilico, etilésteres de éacido
(met)acrilico, n-butilésteres de acido (met)-acrilico, 2-etilhexilésteres de acido (met)acrilico, 2-hidroxietil(met)-acrilato,
2-hidroxipropil(met)acrilato o 4-hidroxibutil(met)acrilato.

Son componentes (d) preferidos de modo muy particular 1,4-butanodioldi(met)acrilato y 1,6-hexanodioldi(met)acrilato
asi como triciclodecanodimetanoldi(met)acrilato.

Como componente (d) pueden usarse adicional o alternativamente ademas al menos un poliéster-, poliéter-,
carbonato-, epodxido-, poli(met)acrilato- y/o uretano-(met)acrilato, y/o resina de poliéster insaturado. Los
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uretano(met)acrilatos son obtenibles por ejemplo mediante reaccién de poliisocianatos con hidroxialquil(met)acrilatos
y dado el caso agentes de alargamiento de cadena como dioles, polioles, diaminas, poliaminas o ditioles o politioles.
Los uretano-(met)acrilatos dispersables en agua sin adicién de emulsificante contienen adicionalmente aun grupos
hidrofilicos iénicos y/o no ionicos, que son incorporados en el uretano por ejemplo mediante componentes
constituyentes como &cidos hidroxicarboxilicos. Tales uretano(met)acrilatos contienen como componentes
constituyentes esencialmente:

(a) por lo menos un di- o poliisocianato organico alifatico, aromatico o cicloalifatico, por ejemplo por lo menos uno de
los poliisocianatos descritos anteriormente para las masas de recubrimiento de dos componentes,

(b) por lo menos un compuesto con por lo menos un grupo reactivo frente a isocianato, preferiblemente uno de los
mondémeros que portan grupos hidroxilo descritos anteriormente para los poliacrilatopolioles, y por lo menos un grupo
insaturado polimerizable por radicales y

(c) dado el caso por lo menos un compuesto con por lo menos dos grupos son reactivos frente a isocianato, por
ejemplo uno de los alcoholes polivalentes descritos anteriormente para los poliesteroles.

Los uretano(met)acrilatos tienen preferiblemente un promedio aritmético de peso molar Mn de 200 a 20.000, en
particular de 500 a 10.000 de modo particular preferiblemente 600 a 3.000 g/mol (determinado mediante cromatografia
de permeacion en gel con tetrahidrofurano y poliestireno como estandar). Los uretano(met)acrilatos tienen
preferiblemente un contenido de 1 a 5, de modo particular preferiblemente de 2 a 4 mol de grupos (met)acrilo por 1.000
g de uretano(met)acrilato.

Los epdxido (met)acrilatos son obtenibles mediante reaccidon de epéxidos con acido (met)acrilico. Como epdéxidos
entran en consideracion por ejemplo olefinas, glicidiléteres aromaticos o glicidiléteres alifaticos epoxidados,
preferiblemente aquellos de glicidiléteres aromaticos o alifaticos. Las olefinas epoxidadas pueden ser por ejemplo
oxido de etileno, 6xido de propileno, 6xido de isobutileno, 6xido de 1-buteno, éxido de 2-buteno, viniloxirano, éxido de
estireno o epiclorhidrina, se prefieren 6xido de etileno, 6xido de propileno, éxido de isobutileno, viniloxirano, 6xido de
estireno o epiclorhidrina, de modo particular se prefieren éxido de etileno, 6xido de propileno o epiclorhidrina y de
modo muy particular se prefieren 6xido de etileno y epiclorhidrina. Son glicidiléteres aromaticos por ejemplo bisfenol-
A-diglicidiléter, bisfenol-F-diglicidiléter, bisfenol-B-diglicidiléter, bisfenol-S-diglicidiléter, hidroquinona-diglicidiléter,
productos de alquilacién de fenol/diciclopentadieno, por ejemplo 2,5-bis[(2,3-epoxipropoxi)fenilloctahidro-4,7-metano-
5H-indeno), isémeros de tris[4-(2,3-epoxipropoxi)fenillmetano), Epoxi Novolake a base de fenol y Epoxi Novolake a
base de cresol. Son glicidiléteres alifaticos por ejemplo 1,4-butanodiol-diglicidéter, 1,6-hexanodioldiglicidiléter,
trimetilolpropanotriglicidiléter, pentaeritritoltetra-glicidiléter, 1,1,2,2-tetrakis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]etano,
diglicidiléter de polipropilenglicol (a,w-bis(2,3-epoxipropoxi)poli-(oxipropileno) (y de bisfenol A (2,2-bis[4-(2,3-
epoxipropoxi)ciclohexillpropano hidrogenado). Los epoéxido (met)acrilatos tienen preferiblemente un promedio
aritmético de peso molar Mn de 200 a 20.000, de modo particular preferiblemente de 200 a 10.000 g/mol y de modo
muy particular preferiblemente de 250 a 3.000 g/mol; el contenido de grupos (met)acrilo es preferiblemente 1 a 5, de
modo particular preferiblemente 2 a 4 por 1.000 g de ep6xido (met)acrilato (determinado mediante cromatografia de
permeacion en gel con poliestireno como estandar y tetrahidrofurano como agente de elucion).

Los poli(met)acrilatos (met)acrilados son los correspondientes ésteres de acidos carboxilicos con insaturacién etilénica
a,B, preferiblemente de &cido (met)acrilico, de modo particular preferiblemente de acido acrilico con
poliacrilatopolioles, obtenibles mediante esterificacion de poli(met)acrilatopolioles con acido (met)acrilico. Los
poliacrilatopolioles pueden ser por ejemplo aquellos como habian sido descritos para las masas de recubrimiento de
dos componentes.

Los carbonato(met)acrilatos son obtenibles con diferentes funcionalidades. El promedio aritmético de peso molecular
Mn de los carbonato(met)acrilatos es preferiblemente menor que 3.000 g/mol, de modo particular preferiblemente
menor que 1.500 g/mol, de modo particular preferiblemente menor que 800 g/mol (determinado mediante
cromatografia de permeaciébn en gel con poliestreno como estandar, solvente tetrahidrofurano). Los
carbonato(met)acrilatos son obtenibles de manera simple mediante transesterificacion de ésteres de acido carbdnico
con alcoholes polivalentes, preferiblemente divalentes (dioles, por ejemplo hexanodiol) y subsiguiente esterificacién
de los grupos OH libres con acido (met)acrilico o también transesterificacion con ésteres de acido (met)acrilico, como
se describe por ejemplo en el documento EP 0 092 269 Al. También son obtenibles mediante transesterificacion de
fosgeno, derivados de urea con alcoholes polivalentes, por ejemplo divalentes. Son imaginables también (met)acrilatos
de policarbonatopolioles, como el producto de reaccion de uno de los di- o polioles mencionados y un éster de acido
carbodnico asi como un (met)acrilato que tiene grupos hidroxilo. Son ésteres adecuados de acido carbdnico por ejemplo
etilen-, 1,2- 0 1,3-propilencarbonato, dimetil-, -dietil- o -dibutil ésteres de acido carbdnico. Son (met)acrilatos que tienen
grupo hidroxilo adecuados por ejemplo 2-hidroxietil(met)acrilato, 2- o 3-hidroxipropil(met)acrilato, 1,4-
butanodiolmono(met)acrilato, neopentilglicolmono(met)acrilato, glicerinmono- y di(met)acrilato,
trimetilolpropanomono- y di(met)acrilato asi como pentaeritritolmono-, -di- y -trilmet)acrilato. preferiblemente los
carbonato(met)acrilatos son carbonato(met)acrilatos alifaticos.

Las resinas de poliéster insaturado estan constituidas preferiblemente de los componentes:
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(al) acido maleico o sus derivados,

(a2) por lo menos un acido dicarboxilico ciclico o sus derivados,

(a3) por lo menos un diol alifatico o cicloalifatico.

Al respecto, entre los derivados se entienden preferiblemente

- los respectivos anhidridos en forma monomérica o también polimérica,

- mono- o dialquilésteres, preferiblemente mono- o dialquil C1-Cs-ésteres, de modo particular preferiblemente mono- o
dimetilésteres o los correspondientes mono- o dietilésteres,

- ademas mono- y divinilésteres asi como

- ésteres mixtos, preferiblemente ésteres mixtos con diferentes componentes de alquilo C:-C4, de modo particular
preferiblemente metiletilésteres mixtos.

Si (Bla) contiene un componente (d), entonces este es preferiblemente al menos un uretano(met)acrilato.

El agente (Bla) de recubrimiento puede contener al menos otro componente (e) diferente de los componentes (a) a
(d), como por ejemplo materiales de relleno, pigmentos, iniciadores activables térmicamente como por ejemplo
peroxodisulfato de potasio, peréxido de dibenzoilo, peréxido de ciclohexanona, di-tert.-butilperéxido, azobis-iso-
butironitrilo, peroxido de ciclohexilsulfonilacetilo, diiso-propilpercarbonato, peroctoato de tert-butilo o benzopinacol,
hidroperéxido de cumeno, peroxido de dicumilo, tert.-butilperbenzoato, pinacoles sililados, N-6xidos de amina que
tienen grupos hidroxilo, como 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oxilo y 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oxil, y
solventes organicos asi como estabilizantes. Sin embargo, preferiblemente en (B1a) no esta contenido ningun solvente
organico. El componente (e) puede estar presente en una cantidad en un intervalo de 0 a 15 % en peso,
preferiblemente en un intervalo de 0 a 12 % en peso, de modo particular preferiblemente en un intervalo de 0 a 10 %
en peso en (Bla), referido en cada caso peso total del agente (B1a) de recubrimiento.

Preferiblemente el contenido de solidos del agente (B1a) de recubrimiento es = 80 % en peso, de modo particular
preferiblemente = 90 % en peso, de modo muy particular preferiblemente = 95 % en peso, en particular 298 0 = 99 %
en peso, con maxima preferencia 100 % en peso, referido en cada caso al peso total del agente (B1a) de recubrimiento.
Al respecto, el contenido de soélidos es determinado por medio del procedimiento descrito a continuacion.

Preferiblemente el agente (Bla) de recubrimiento no contiene tioles, en particular no contiene trimetilolpropanotris(3-
mercaptopropionato).

Preferiblemente la conversion del enlace doble del agente de recubrimiento (B1) por lo menos parcialmente curado
obtenido a partir de (Bla) es de al menos 70%, de modo particular preferiblemente al menos 75%, aln mas
preferiblemente al menos 80%, de modo muy particular preferiblemente al menos 85%, en particular al menos 90%.

Agente (B2a) de recubrimiento

Todo tipo de agente de recubrimiento puede ser usado como agente (B2a) de recubrimiento en la etapa (1) del
procedimiento de acuerdo con la invencion. El agente (B2a) de recubrimiento puede ser un agente (B2a) de
recubrimiento que seca de modo fisico, curable térmicamente, curable quimicamente y/o curable por radiacién.
preferiblemente el agente (B2a) de recubrimiento es un agente de recubrimiento curable quimicamente, curable
térmicamente y/o curable por radiacion, de modo particular preferiblemente es un agente de recubrimiento curable por
radiacion. En consecuencia, el curado por lo menos parcial ocurre después de la etapa (3) preferiblemente mediante
curado por radiacion. El agente (B2a) de recubrimiento puede ser idéntico al agente (Bla) de recubrimiento. Sin
embargo, preferiblemente (B2a) es diferente de (Bla). (B2a) esta constituido preferiblemente por los componentes (a)
a (e) parecidos, pero no los mismos, que son usados también para la preparacion de (Bla), en los que las
especificaciones de cantidades respecto a (Bla) sin embargo no tienen que aplicar para (B2a).

Al respecto, bajo secado fisico se entiende preferiblemente la evaporacién simple de solvente(s) con formacién del
recubrimiento (B2). Un curado térmico estipula al respecto preferiblemente un mecanismo de curado que esta ligado
a una temperatura por encima de la temperatura ambiente (> 23°C). Este puede ser por ejemplo la formacién de
radicales o iones, preferiblemente radicales de un iniciador, el cual se descompone a las temperaturas elevadas y asi
inicia una polimerizacion por radicales o i6nica. Son ejemplos de tales iniciadores activables térmicamente aquellos
gue exhiben una semivida a 80 °C de menos de 100 horas. Se entiende por un curado quimico, preferiblemente la
reaccion de al menos dos grupos funcionales diferentes y reactivos de modo mutuamente complementario, por ejemplo
en el sentido de una policondensacién como una reaccion de un grupo OH con un grupo -COOH, o en el sentido de
una poliadicién (reaccion de un grupo NCO con un grupo -OH- 0 amino).

Si el agente (B2a) de recubrimiento es un agente de recubrimiento que seca de modo fisico, curable térmicamente y/o
curable quimicamente, entonces para su preparacion se usa como aglutinante al menos un polimero comuin y conocido
por los expertos. Este exhibe entonces preferiblemente grupos funcionales entrecruzables. Al respecto, entra en
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consideraciéon todo grupo funcional entrecruzable comun conocido por los expertos. En particular los grupos
funcionales entrecruzables son elegidos de entre el grupo consistente en grupos hidroxilo, grupos amino, grupos acido
carboxilico, isocianatos, poliisocianatos y epéxidos. Los polimeros son entrecruzables o curables preferiblemente
exotérmicamente o endotérmicamente, preferiblemente en un intervalo de temperatura de -20 °C hasta 250 °C, o de
18 °C a 200 °C. Como polimero es adecuado en particular al menos un polimero elegido de entre el grupo consistente
en poliuretanos, poliéteres, poliésteres, poliamidas, poliureas, cloruros de polivinilo, poliestirenos, policarbonatos,
poli(met)acrilatos, resinas de epdxido, resinas de fenol-formaldehido, resinas de melamina-formaldehido. Al respecto,
los polimeros pueden tener en particular funcionalidad OH. En este caso, pueden estar incluidos bajo el concepto
general de "polioles". Tales polioles pueden ser por ejemplo poliacrilatopolioles, poliester-polioles, polieterpolioles,
poliuretanopolioles, poliureapolioles, poliesterpoliacrilatopolioles, poliesterpoliuretanopolioles,
poliuretanpoliacrilatopolioles, resinas alquidicas modificadas con poliuretano, poliesterpoliuretanopolioles modificados
con acidos grasos asi como mezclas de los polioles mencionados. Se prefieren poliacrilatopolioles, poliesterpolioles y
polieterpolioles.

Al respecto, puede usarse al menos un polimero el cual es curado con participacion de isocianato y/o grupos isocianato
oligomerizados, de modo muy particular preferiblemente al menos un correspondiente poliuretano y/o al menos una
correspondiente poliurea (por ejemplo denominado "aglutinante poliaspartico”). El aglutinante poliaspartico son
componentes, que son transformados a partir de la reaccion de compuestos con grupo funcional amino, en particular
aminas secundarias, con isocianatos. Si se usa al menos un poliuretano, entonces son adecuadas en particular resinas
a base de poliuretano, que son preparables mediante una reaccién de poliadicién entre componentes que tienen
grupos hidroxilo, como polioles y al menos un poliisocianato (isocianatos, di-, tri- y/o poliisocianatos aromaticos y
alifaticos). Al respecto, usualmente es necesaria una transformacion estequiométrica de los grupos OH de los polioles
con los grupos NCO de los poliisocianatos. Sin embargo, la relacién estequiométrica que va a ser usada puede variar
también, puesto que el poliisocianato puede ser afiadido al componente de poliol en tales cantidades, que puede
ocurrir un "sobreentrecruzamiento” o un "subentrecruzamiento”. Si se usan resinas de epoéxido, es decir, resinas a
base de epdxido, entonces tales resinas a base de epdxido que son preparadas a partir de glicidiléteres, son
adecuadas preferiblemente, las cuales como grupos funcionales exhiben grupos epoxido terminales y dentro de la
molécula exhiben grupos hidroxilo. preferiblemente estas son productos de reaccién de bisfenol A y epiclorhidrina o
bisfenol F con epiclorhidrina y mezclas de ellos, que también son usadas en presencia de diluyentes de reactivos. El
curado o entrecruzamiento de tales resinas a base de epéxido ocurre usualmente mediante una polimerizacion de los
grupos epoéxido del anillo de epoxido, mediante una reaccién de poliadicién en forma de una acumulacién de otros
compuestos reactivos como agentes de curado en cantidades estequiométricas sobre los grupos epo6xido, en lo cual
en consecuencia por cada grupo epoéxido es necesaria la presencia de un equivalente de hidrégeno activo (es decir,
por equivalente de epdxido es necesario para el curado un equivalente de H activo), o mediante una policondensacion
mediante los grupos epodxido y los grupos hidroxilo. Son agentes de curado adecuados por ejemplo poliaminas, en
particular poliaminas (hetero)alifaticas, (hetero)aromaticas y (hetero)cicloalifaticas, poliamidoaminas, poliaminoamidas
asi como acidos policarboxilicos y sus anhidridos.

El concepto del "curado por radiacion" ya habia sido descrito previamente en relacién con el agente (Bla) de
recubrimiento. El agente (B2a) de recubrimiento puede ser curado mediante el uso de una fuente de radiacion,
preferiblemente mediante el uso de radiacion UV. Con ello, (B2a) es preferiblemente un agente de recubrimiento que
cura con radiacion UV.

Preferiblemente (B2a) exhibe por ello enlaces dobles de carbono insaturados, de modo particular preferiblemente
grupos (met)acrilo. Con este propoésito, el agente (B2) de recubrimiento puede contener cada uno de los componentes
mencionados anteriormente en relacion con (Bla) e incluibles dentro de los componentes (a) y (d) de (B1la), como en
particular poliéster-, poliéter-, carbonato-, epoxido-, poli(met)acrilato- y/o uretano-(met)acrilatos y/o al menos una
resina de poliéster insaturado y/o ésteres mono-, di-, y/o tri funcionales de acido (met)acrilico.

Para el curado con ayuda de luz (N)IR- y/o UV, el agente (B2a) de recubrimiento contiene preferiblemente al menos
un fotoiniciador, el cual puede descomponerse mediante luz de la longitud de onda irradiada hasta dar radicales, que
por su lado pueden iniciar una polimerizacion por radicales. Para el curado con radiacion de electrones, por el contrario
no es necesaria la presencia de tales fotoiniciadores. Como fotoiniciadores pueden usarse los mismos componentes
en las mismas cantidades, que habian sido mencionados anteriormente en relaciéon con el componente (c) del agente
(B1a) de recubrimiento.

El agente (B2a) de recubrimiento puede contener ademas al menos otro aditivo. Al respecto, pueden usarse los
mismos componentes en las mismas cantidades, que habian sido mencionados anteriormente en relacion con los
componentes (b) y (e) del agente (Bla) de recubrimiento.

De modo particular preferiblemente, como agente (B2a) de recubrimiento se usa un agente de recubrimiento, que
exhibe grupos (met)acrilo. preferiblemente este agente (B2a) de recubrimiento contiene al menos un
uretano(met)acrilato. preferiblemente contiene ademas al menos un fotoiniciador.

Material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencién

20



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2887015 T3

Otro objetivo de la presente invencion es un material (F1B1) compuesto de un sustrato (F1), un recubrimiento (B1) por
lo menos parcialmente gofrado y por lo menos parcialmente curado, que es fabricable mediante un curado al menos
parcial por radiacion de un agente (Bla) de recubrimiento aplicado sobre al menos una parte de una superficie del
sustrato (F1) y al menos parcialmente gofrado, en el que el agente (Bla) de recubrimiento es un agente de
recubrimiento curable por radiacion, que contiene

al menos un componente (a) en una cantidad en un intervalo de 40 a 95 % en peso,
al menos un aditivo como componente (b) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 5 % en peso,
al menos un fotoiniciador como componente (c) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 15 % en peso, y

al menos un componente (d) que exhibe por lo menos un enlace doble de carbono, en una cantidad en un intervalo
de 0 a 45 % en peso,

en el que (i) los componentes (a), (b), (c) y (d) son en cada caso diferentes unos de otros, (ii) las cantidades indicadas
de los componentes (a), (b), (c) y (d) se refieren en cada caso al peso total del agente (B1a) de recubrimiento y (iii) las
cantidades de todos los componentes presentes en el agente (B1a) de recubrimiento totalizan 100 % en peso,

y en el que el componente (a) exhibe al menos tres unidades estructurales de la formula (l) en cada caso diferentes
una de otra o por lo menos parcialmente idénticas

R2

en las cuales
los radicales R representan, independientemente uno del otro, en cada caso un grupo alquileno C-Cs,

los radicales R? representan, independientemente uno del otro, en cada caso H o metilo y los pardmetros m
representan, independientemente uno del otro, en cada caso un parametro numérico entero en un intervalo de 1 a 15,
sin embargo con la condicion de que en al menos una de las unidades estructurales de la férmula (I) dentro del
componente (a) de los parametros, m sea por lo menos 2, en los que el nimero de grupos éter de la férmula general
"-O-R!-" dentro del componente a) esta en un intervalo de 4 a 18.

Todas las formas de realizacion preferidas previamente descritas en esta memoria, en relacion con el procedimiento
de acuerdo con la invencién, en particular en relacion con el agente (Bla) de recubrimiento y el sustrato (F1), asi como
el recubrimiento (B1) alli usados, son también formas preferidas de realizacion respecto al material (F1B1) compuesto
de acuerdo con la invencién.

Preferiblemente el material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencidn es obtenible mediante ejecucion de las
etapas (5) a (8) de procedimiento descritas anteriormente y del procedimiento de acuerdo con la invencion.
Preferiblemente el sustrato (F1) es una pista de lamina, de modo particular preferiblemente es una pista sinfin de
lamina.

Aplicacién

Otro objetivo de la presente invencion es una aplicacién del material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencion,
como matriz (p2) de gofrado de una herramienta (P2) de gofrado para la transferencia de una estructura gofrada sobre
al menos una parte de una superficie de un agente (B2a) de recubrimiento o sobre al menos una parte de una superficie
de un agente (B2a) de recubrimiento que es aplicado al menos parcialmente sobre un sustrato (F2), preferiblemente
un sustrato (F2) recubierto con un agente (B2a) de recubrimiento, preferiblemente dentro del procedimiento de acuerdo
con la invencion.

Todas las formas de realizacion preferidas descritas anteriormente en esta memoria en el contexto del procedimiento
de acuerdo con la invencion y del material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencion, son también formas
preferidas de realizacién respecto al uso mencionado del material (F1B1) compuesto de acuerdo con la invencién.

Al respecto, preferiblemente el agente (B2a) de recubrimiento es un agente de recubrimiento curable por radiacion.
Métodos de determinacion

1. Determinacion de la fraccién no volatil
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La determinacion de la fraccion no volatil (de los sélidos o fraccion de sélidos o contenido de sélidos) ocurre de acuerdo
con DIN EN ISO 3251 (fecha: junio de 2008). Al respecto, se pesa 1 g de muestra en una capsula de aluminio secada
previamente y se seca durante 60 minutos a 125 °C en la camara de secado, se enfria en el desecador, y luego se
pesa nuevamente. El residuo referido a la cantidad total de la muestra usada corresponde a la fraccion no volatil.

2. Determinacién de la exactitud de moldeo

La determinacion de la exactitud de moldeo ocurre por medio de un microscopio de fuerza atémica (AFM) comun en
el mercado, usando un soporte comun en el mercado. Por medio de AFM puede compararse de este modo por ejemplo
la topografia de superficie de una determinada estructura de rejilla como la de la herramienta P1 de gofrado con una
profundidad de por ejemplo 140 nmy un periodo de por ejemplo 430 nm, con la topografia de superficie de una lamina
(B1F1) maestra después del gofrado. La herramienta de gofrado es en este caso deteriorada deliberadamente en una
posicion determinada, para definir asi un punto de referencia. Mediante este punto de referencia pueden examinarse
y compararse mutuamente las respectivas zonas iguales de la referencia y la replicacion. La exactitud de moldeo
define al respecto como puede transferirse exactamente una determinada estructura de referencia, como por ejemplo
desde la herramienta P1 de gofrado a una lamina (B1F1) maestra. Cuando por ejemplo la zona investigada de la
herramienta P1 de gofrado exhibe una estructura de rejilla con una profundidad de 140 nm, se compara entonces esta
profundidad de referencia con la correspondiente elevacion de la estructura, que es determinada en la ldmina (B1F1)
maestra. El cambio porcentual, que al respecto corresponde a la exactitud de moldeo, es definido al respecto como:

h
Ah= 100+ (1~71-“—‘-}

Ah corresponde en este caso el cambio porcentual, hm a la altura de la estructura de la zona investigada de la lamina
maestra y hr a la correspondiente profundidad de la estructura de la zona investigada de la herramienta de gofrado.
Este cambio porcentual, por consiguiente la exactitud de moldeo, es denominado también como “encogimiento”.
Cuanto mas bajos sean los valores para Ah, tanto mejor es la exactitud de moldeo.

3. Determinacién del tiempo de flujo

La determinacion del tiempo de flujo ocurre de acuerdo con DIN EN ISO 2431 (fecha: marzo de 2012). Al respecto, el
tiempo de flujo es determinado por medio de un vaso de viscosimetro de 4 mm (Nr. 4) a temperatura ambiente (20
°C).

4. Determinacion de la conversion del enlace doble

La conversion del enlace doble (transformacion de DB) es determinada después del curado de la muestra investigada,
por medio de espectroscopia ATR-IR. Para el procedimiento de la espectroscopia ATR-IR se toma un espectro IR en
la posicién de contacto de un cristal redondo de reflexion con el sustrato. La posicidon de contacto tiene un diametro
de aproximadamente 200 um y como cristal de reflexién se usa un cristal de germanio.

Como material de partida para el célculo de la conversion del enlace doble se usan los correspondientes patrones
hamedos de la muestra. Se calcula la conversién de DB mediante la disminucion de la intensidad de la banda a 810
cmt. Como banda de estandarizacién se toma como base una banda de éster a 1730 cm. La conversion porcentual
de enlace doble es calculada con la siguiente formula:

DB —Conversion= 100 = (1- &i"—
Raf-gi0em—1

Al respecto, lsiocm1 €s la intensidad normalizada a 810cm™ de la pelicula curada e Iretsiocm1 €S la intensidad
normalizada a 810 cm del correspondiente patrén himedo. Una conversion de enlace doble =2 90% es clasificada
como suficiente.

5. Determinacién de la adherencia

La determinacion de adherencia ocurre de acuerdo con DIN EN ISO 2409 (fecha: junio de 2013) por medio de la
prueba de corte en cuadricula. Al respecto, en una determinacién doble se prueba la adherencia de la capa de barniz
gue va a estudiarse, al sustrato. Se usa un aparato de prueba de corte en cuadricula de la compafiia Byk Gardner con
separacion de cortes de 2 mm. A continuacion se oprime y retira cinta Tesa Nr. 4651 sobre la superficie deteriorada,
para el retiro de la zona deslaminada. La evaluacion ocurre mediante valores caracteristicos en el intervalo de 0 (baja
deslaminacién) a 5 (muy alta deslaminacion). Se clasifica como suficiente un valor promedio de por lo menos 3,5.

6. 6. Determinacién del éxito de la replicacion

La determinacion del éxito de la replicacion ocurre visualmente, en la cual se determina la fracciéon porcentual de la
superficie replicada exitosamente. Al respecto, el intervalo esta entre 0% y 100% de superficie replicada exitosamente.
En caso que no se repliqgue 100% de la superficie, esto significa que una fraccién correspondiente de la superficie no
pudo ser retirada de la matriz de gofrado, es decir, que el recubrimiento B1 en forma de B1F1 permanece adherido
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parcialmente a la herramienta P1 de gofrado, o que el recubrimiento B2 permanece adherido parcialmente a la lamina
B1F1 maestra.

Ejemplos y ejemplos comparativos

Los siguientes ejemplos y ejemplos comparativos sirven para aclarar la invencion, aunque no deben ser interpretados
como limitantes.

En tanto no se cite de otro modo, los datos de partes son partes en peso y los datos en porcentajes son en cada caso
porcentajes en peso.

1. Materias primas y materiales usados

Hostaphan® GN - lamina de PET obtenible comercialmente con un espesor de capa de 125 pum.

Laromer® UA 9033 (L UA 9033) - uretanoacrilato alifatico de la compafiia BASF SE, utilizable como componente (d)
Hexanodioldiacrilato (HDDA) -utilizable como componente (d)

Sartomer® 395 (SR 395) - isodecilacrilato de la compafiia Sartomer, utilizable como componente (d)

Sartomer® 502 (SR 502) - TMPTA (trimetilpropanotriacrilato) etoxilado veces 9 de la compafiia Sartomer, utilizable
como componente (a)

Sartomer® 499 (SR 499) - TMPTA (trimetilpropanotriacrilato) etoxilado 6 veces de la compafiia Sartomer, utilizable
como componente (a)

Sartomer® 454 (SR 454) - TMPTA (trimetilpropanotriacrilato) etoxilado 3 veces de la compafiia Sartomer, utilizable
como componente (a) comparativo

TMPTA (trimetilpropanotriacrilato) - utilizable como componente (a) comparativo GPTA (Gliceril propoxitriacrilato) -
gliceriltriacrilato propoxilado 3 veces, utilizable como componente (a) comparativo

Irgacure® 184 (1-184) - fotoiniciador obtenible comercialmente de la compafiia BASF SE, utilizable como componente

(©)

Irgacure® TPO-L (I-TPO-L) - fotoiniciador obtenible comercialmente de la compafiia BASF SE, utilizable como
componente (c)

Irgacure® TPO (I-TPO) - fotoiniciador obtenible comercialmente de la compafia BASF SE, utilizable como componente

(©)

Tego® Rad 2500 (TR 2500) - aditivo lubricante y antibloqueo de la compafiia Evonik (acrilato de silicona), utilizable
como componente (b)

Byk- SILCLEAN 3710 (BS 3710) - aditivo de superficie de la compafila BYK Chemie GmbH (polidimetilsiloxano con
funcionalidad acrilo modificado con poliéter), utilizable como componente (b)

2. Ejemplos
2.1 Preparacion de agentes (Bla) de recubrimiento y correspondientes agentes de recubrimiento comparativo

Se prepararon los agentes de recubrimiento de acuerdo con las siguientes Tablas 1ay 1b. Los agentes Ela a E7a de
recubrimiento son de acuerdo con la invencion. Los agentes V1a a V5a de recubrimiento son agentes de recubrimiento
comparativos. Los tiempos de flujo determinados a temperatura ambiente (20°C) estan en el caso de la preparacion
de ElaaE3ay VlaaV5aenelintervalo de 26 a 172 s.
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recubrimiento |componente (a) comparativo

Ela

E2a

E3a

Vla

V2a

V3a

Via

Vb5a

Agente de
recubrimiento

Eda

Eb5a

E6a

E7a

SR 499 (65 partes)

SR 499 (92 partes)

SR 502 (65 partes)

SR 499 (65 partes)

SR 454 (65 partes)

TMPTA (50 partes)

GPTA (50 partes)

SR 499 (32 partes)

Componente (a) o

componente (a)
comparativo

SR 499 (63 partes)

SR 499 (63 partes)

SR 499 (63 partes)

SR 499 (63 partes)

Tabla la:

Componente (b) |Componente (d) Componente (c)
TR 2500 (1 parte) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA | I-TPO-L (3,5 partes)

(13,5 partes)

TR 2500 (1 parte) - 1-184 (3,5 partes) y
I-TPO-L (3,5 partes)
TR 2500 (1 parte) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y

(13,5 partes) y HDDA I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

- L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA | I-TPO-L (3,5 partes)
(13,5 partes)

TR 2500 (1 parte) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

TR 2500 (1 parte) | L UA 9033 (26 partes) | 1-184 (3,5 partes) y
y SR 395 (16 partes) | I-TPO-L (3,5 partes)

TR 2500 (1 parte) | L UA 9033 (26 partes) | 1-184 (3,5 partes) y I-
y SR 395 (16 partes) TPO-L (3,5 partes)

TR 2500 (1 parte) | L UA 9033 (30 partes) | 1-184 (3,5 partes) y
y HDDA (30 partes) I-TPO-L (3,5 partes)

Tabla 1b:
Componente (b) Componente (d) Componente (c)
TR 2500 (0,5 partes) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y

(13,5 partes) y HDDA | I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

TR 2500 (1 parte) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA | I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

TR 2500 (2 partes) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA | I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

BS 3710 (1 parte) L UA 9033 1-184 (3,5 partes) y
(13,5 partes) y HDDA | I-TPO (3,5 partes)
(13,5 partes)

2.2 Fabricacion de peliculas (B1F1) maestras usando Ela a E3ay Vla a V5a

Se fabrican varias laminas maestras diferentes usando un dispositivo de gofrado rodillo a placa con una herramienta
P1 de gofrado de niquel, que porta la estructura positiva deseada. Para ello se aplica en cada caso uno de los agentes
Ela a E3ay Vla a V5a de recubrimiento descritos anteriormente, y sobre ellos se aplica una lamina de PET (F1)
(Hostaphan® GN). La pila asi obtenida de lamina y los respectivos agentes de recubrimiento pasan luego bajo un
rodillo de presion y aun mientras el dispositivo de gofrado esta en contacto con el agente de recubrimiento de la
respectiva pila, ocurre el curado por lo menos parcial del agente de recubrimiento mediante una lampara UV-LED. Al
respecto se usa una lampara UV-LED de 365 nm, 6W de Easytec (100% de potencia de lampara, 2 m/min, 2 pasos).
A continuacién se separa del dispositivo de gofrado la lamina junto con el recubrimiento curado por lo menos
parcialmente, con la estructura negativa en comparacion con P1, y se obtiene la lamina estructurada (pelicula
maestra). A continuacion las peliculas maestras son iluminadas adicionalmente con un radiador UVA (Panacol-Elosal

UV F-900).
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Ademas, se fabrica una lamina maestra usando un dispositivo de gofrado rodillo a rodillo con una herramienta P1 de
gofrado de niquel, que porta la estructura positiva deseada. Para ello se aplica el agente Ela de recubrimiento descrito
previamente, sobre una lamina de PET (F1) (Hostaphan® GN) y con ayuda de un rodillo de compresion se conduce a
través de la herramienta P1 de gofrado. Aun mientras el dispositivo de gofrado estd en contacto con el agente de
recubrimiento, ocurre el curado por lo menos parcial del agente de recubrimiento mediante una lampara UV-LED. Al
respecto se usa una lampara UV-LED de 365 nm, 6W de Easytec (100% de potencia de lampara, 5 m/min). A
continuacién se separa del dispositivo de gofrado la lamina junto con el recubrimiento curado por lo menos
parcialmente, con la estructura negativa en comparacién con P1, y se obtiene la lamina estructurada (pelicula
maestra). A continuacion la pelicula maestra es iluminada adicionalmente con un radiador UVA (Panacol-Elosal UV F-
900).

2.3 Fabricacion de peliculas (B1F1) usando E4a a E7a

Se fabrican diferentes peliculas maestras mediante el uso de una herramienta P1 de niquel de gofrado, que porta la
estructura positiva deseada. Para ello se aplica sobre P1 en cada caso uno de los agentes E4a a E7a de recubrimiento
descritos anteriormente y sobre ellos se aplica una lamina de PET (Hostaphan® GN). La pila asi obtenida de lamina
y el respectivo agente de recubrimiento es luego comprimida con un rodillo de caucho y todavia mientras la herramienta
de gofrado esta en contacto con el agente de recubrimiento de la respectiva pila, ocurre el curado al menos parcial del
agente de recubrimiento mediante una lampara UV-LED. Al respecto se usa una lampara UV-LED de 365 nm, 6W de
Easytec (potencia de lampara de 100%, 2 m/min, 2 pasos). A continuacion se separa el recubrimiento curado al menos
parcialmente junto con la lamina con la estructura negativa en comparacién con P1, de la herramienta de gofrado y se
obtiene la lamina estructurada (pelicula maestra).

2.4 Peliculas maestras fabricadas

De la manera descrita bajo los puntos 2.2 y 2.3 se obtienen diferentes conjuntos de peliculas (E1F1 a E7TF1y V1F1 a
V5F1) maestras, que ademas se diferencian en su gofrado, dependiendo del tipo de estructura positiva. Para ello se
usaron dispositivos de gofrado de niquel, con diferentes estructuras positivas, es decir con

e unananoestructura (estructura de rejilla con un periodo de 430 nm y una profundidad de 140 nm; el respectivo
agente de recubrimiento es aplicado en espesores de capa entre 5-10 um sobre la ldmina de PET usada),

e una microestructura A (estructura triangular bidimensional con un ancho y una altura de 33 um y 35 um de
espacio entre las estructuras; el respectivo agente de recubrimiento es aplicado en espesores de capa entre
20 um sobre la lamina de PET usada),

e una microestructura B (estructura triangular bidimensional continua con un ancho de 43 um y una altura de
10 um; el respectivo agente de recubrimiento es aplicado en espesores de capa de 20 um sobre la lamina de
PET usada), o con

e una microestructura C (estructura triangular bidimensional con una altura de 80 um y 115 um de espacio
entre las estructuras; el respectivo agente de recubrimiento es aplicado en espesores de capa de 110 um
sobre la lamina de PET usada).

Las peliculas maestras con la nanoestructura son usadas respecto a la determinacion de la exactitud de moldeo, la
conversion del enlace doble y la adherencia. Las peliculas maestras con la microestructura A son usadas respecto a
la determinacion del éxito de replicacion en el caso de aquellas peliculas maestras en que para su fabricacion se ha
usado uno de los agentes Ela a E3a y Vla a V5a de recubrimiento (véase a continuacion el punto 2.5) y ademas,
como se describe a continuacion bajo el punto 2.6, son usadas como matriz de gofrado. Las peliculas maestras con
la microestructura B son usadas respecto a la determinacion del éxito de la replicacion en el caso de aquellas peliculas
maestras, en que para su fabricacién se ha usado uno de los agentes E4a a E7a de recubrimiento (véase a
continuacién el punto 2.5) y ademas, como se describe a continuacion bajo el punto 2.6, son usadas como matriz de
gofrado. La pelicula maestra con la microestructura C es usada como se describe a continuacién bajo el punto 2.7
como matriz de gofrado. Para la fabricacién de esta pelicula maestra se usa el agente Ela de recubrimiento y de modo
correspondiente se obtiene una pelicula E1F1 maestra con microestructura C.

2.5 Estudios en las peliculas maestras

La siguiente Tabla 2 resume los estudios ocurridos. Los estudios ocurrieron en cada caso de acuerdo con los
procedimientos descritos a continuacion. Dentro de la Tabla, el signo "-" significa que el respectivo estudio no fue
ejecutado.
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Tab. 2:

Pelicula Conversion de DB |Adherencia |Exito de la replicacion |Exactitud de moldeo

maestra (%) (%) (Ah, %)
E1F1 92 3.5 100 4
E2F1 90 0.5 100 4
E3F1 95 2.5 - 4
V1F1 93 5 100 3
V2F1 85 1.5 85 2
V3F1 89 5 85 5
V4F1 92 5 100 4
V5F1 87 5 85 29
E4F1 - - 100 -
E5F1 - - 100 <1
E6F1 - - 100 -
E7F1 - - 100 <1

Los datos muestran que en el caso de V2F1, V3F1 y V5F1 no se alcanza una conversion suficiente de DB (conversion
de DB < 90). Para una baja conversion de DB pueden ocurrir problemas en el gofrado tanto del agente (Bla) de
recubrimiento como también posteriormente del agente (B2a) de recubrimiento. Las peliculas E1F1, E2F1 y E3F1
maestras muestran por el contrario conversiones de DB de por lo menos 90%.

En el caso de V1F1y V4F1 las conversiones de DB son incluso > 90%, aunque por medio de estas peliculas maestras
no se alcanza una adherencia exactamente suficiente como con V3F1 y V5F1 (evaluacion de la prueba de corte en
cuadricula con la nota 5). Para una adherencia mas pequefia del barniz maestro sobre la lamina de PET pueden ocurrir
problemas en el gofrado, tanto del agente (Bla) de recubrimiento como también posteriormente del agente (B2a) de
recubrimiento. Las peliculas E1F1, E2F1 y E3F1 maestras muestran por el contrario todas de ellas propiedades de
adherencia de buenas a suficientes.

Los datos muestran ademas que en el caso de V2F1, V3F1y V5F1 s6lo se obtienen valores de 85% en la evaluacion
del éxito de la replicacion, puesto que 15% de los respectivos recubrimientos V2, V3 o V5 no pudieron ser retirado de
la herramienta de gofrado. Las peliculas E1F1 y E2F1 maestras investigadas muestran por el contrario un éxito de
replicacién de 100%.

Excepto por V5F1 todas las peliculas maestras investigadas muestran una suficiente exactitud de moldeo, puesto que
se obtienen consistentemente valores muy bajos de encogimiento. Sélo en el caso de V5F1 se obtiene un
encogimiento de 29%, que es inaceptable.

Resumiendo, se establece que sélo las peliculas E1F1, E2F1 y E3F1 maestras entregan buenos resultados respecto
a todas las propiedades investigadas (conversion de DB, adherencia, exactitud de moldeo y éxito de la replicacion).

2.6 Uso de las peliculas maestras como matriz de gofrado para la fabricacion de peliculas de productos gofrados

Las peliculas maestras obtenidas en cada caso con la microestructura A o B son usadas luego en cada caso como
matriz de gofrado de una herramienta de gofrado. Para ello, la pelicula maestra es usada en un procedimiento de
gofrado de rodillo a placa. Se aplica un agente (B2a) de recubrimiento con un espesor de capa humeda de 20 um
sobre la respectiva pelicula maestra. Ademas, se pone en contacto una lamina de PET como sustrato F2 (Hostaphan®
GN) con el agente (B2a) de recubrimiento. La pila asi obtenida de lamina y agente (B2a) de recubrimiento pasa luego
bajo un rodillo de compresion y todavia mientras el dispositivo de gofrado est4 en contacto con el agente de
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recubrimiento de la respectiva pila, ocurre el curado al menos parcial del agente (B2a) de recubrimiento, mediante una
lampara UV-LED. Al respecto, se usa una lampara UV-LED de 365 nm, 6W de Easytec (potencia de lampara de 100%,
2 m/min, 2 pasos). A continuacion se separa el recubrimiento B2 curado al menos parcialmente junto con la lamina F2
con la estructura gofrada final deseada de la matriz de gofrado, por consiguiente de la pelicula maestra usada en cada
caso, de la herramienta de gofrado y se obtiene la lamina (B2F2) estructurada de producto.

El agente (B2a) de recubrimiento usado es un agente de recubrimiento comun en el mercado que cura por radiacion,
que contiene por lo menos un uretanoacrilato y por lo menos un fotoiniciador asi como aditivos comunes en el mercado.
La siguiente tabla 3a compila los resultados de los estudios del éxito de replicacién, que se ejecutaron en las laminas
de producto obtenidas, considerando la lamina maestra usada en cada caso para el gofrado. Dentro de la Tabla, el
signo "-" significa que el respectivo estudio no fue ejecutado.

Tab. 3a: Exito de la replicacion de la estructura gofrada de la lamina de producto

Pelicula maestra usada Exito de la replicacion (%)
E1F1 100
E2F1 100
E3F1 -
E4F1 100
E5F1 100
E6F1 100
E7F1 100
V1F1 42*
V2F1 100
V3F1 85
VAF1 100
V5F1 100

= Valor medio de dos determinaciones

Los datos muestran que en el caso del uso de V1F1 y V3F1 como matriz de gofrado solo se obtienen valores de <
100% para la evaluacion del éxito de la replicacion, puesto que en estos casos 15% o 58% del recubrimiento B2 no
pudo ser eliminado de los recubrimientos V1 o V3 de las respectivas peliculas maestras. Por el contrario, en el caso
del uso como matriz de gofrado de las peliculas E1F1, E2F1 y E4F1 a E7F1 maestras estudiadas, se alcanza un éxito
de replicacion de 100% del recubrimiento B2 de la lamina de producto.

2.7 Uso adicional de las peliculas maestras como matriz de gofrado para la fabricacion de peliculas de producto
gofrado

La pelicula maestra obtenida con la microestructura C (E1F1) es usada como matriz de gofrado. Se aplica sobre la
pelicula maestra un agente (B2a) de recubrimiento con un espesor de capa himeda de 100 um. Ademas, se pone en
contacto una lamina de PET como sustrato F2 (Hostaphan® GN) con el agente (B2a) de recubrimiento, y se comprime.
La pila asi obtenida de lamina (F1), recubrimiento (B1, es decir, E1), agente (B2a) de recubrimiento y lamina (F2) es
curada a temperatura ambiente (23°C) por una duracién de 24 horas. A continuacién se separa el recubrimiento (B2)
curado al menos parcialmente junto con la lamina (F2) con la estructura gofrada final deseada, de la matriz de gofrado,
por consiguiente de la pelicula (E1F1) maestra usada con la microestructura C, y se obtiene asi la lamina (B2F2)
estructurada de producto.
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El agente (B2a) de recubrimiento usado es una resina de epdxido de dos componentes que cura térmicamente, comuin
en el mercado (Epofix de la compafiia Struers GmbH). La relaciéon de mezcla entre componente 1 y componente 2 es
de 9:1. El componente 1 contiene por lo menos un bisfenol-epiclorhidrina. El componente 2 contiene por lo menos una
poliamina.

5 La siguiente tabla 3b compila los resultados del estudio del éxito de la replicacion, que fue ejecutado con la lamina de
producto obtenido considerando la lamina maestra usada para el gofrado.

Tab. 3b: Exito de la replicacion de la estructura gofrada de la lamina de producto

Pelicula maestra usada Exito de la replicacion (%)

E1F1 100

Con el uso de la pelicula E1F1 maestra como matriz de gofrado se alcanza un éxito de replicacion de 100% del
10 recubrimiento B2 de la lamina de producto, e incluso cuando como agente (B2a) de recubrimiento se usa un agente
de recubrimiento que cura térmicamente.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la transferencia de una estructura gofrada sobre al menos una parte de una superficie de un
segundo agente B2a de recubrimiento, que comprende al menos las etapas 1-i) y 2-i) o 1-ii) y 2-ii) asi como al menos
las etapas 3) y opcionalmente 4), es decir

1-i) aplicacién de un segundo agente B2a de recubrimiento sobre al menos una parte de una superficie de un segundo
sustrato F2 y

2-i) gofrado al menos parcial del segundo agente B2a de recubrimiento aplicado al menos parcialmente sobre la
superficie del segundo sustrato F2, por medio de al menos una segunda herramienta P2 de gofrado que exhibe al
menos una segunda matriz p2 de gofrado, en el que la segunda matriz p2 de gofrado comprende un primer material
B1F1, formado por un primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 al menos parcialmente gofrado y al menos
parcialmente curado, en el que después del gofrado al menos parcial se obtiene un segundo material F2B2aB1F1
compuesto,

(0]

1-ii) aplicacion de un segundo agente B2a de recubrimiento sobre al menos una parte de una superficie al menos
parcialmente gofrada de un primer material B1F1 compuesto usado como una segunda matriz p2 de gofrado de una
segunda herramienta P2 de gofrado, compuesto de un primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 al menos
parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, para obtener un tercer material B2aB1F1 compuesto, y

2-ii) aplicacion de un segundo sustrato F2 sobre al menos una parte de la superficie del tercer material B2aB1F1
compuesto formada por el segundo agente B2a de recubrimiento, para obtener el material para obtener un segundo
material F2B2aB1F1 compuesto,

y

3) curado al menos parcial del segundo agente B2a de recubrimiento dentro del segundo material F2B2aB1F1
compuesto asi obtenido para obtener un cuarto material F2B2B1F1 compuesto, en el que durante la duracion total del
curado al menos parcial, el segundo agente B2a de recubrimiento esta en contacto con el primer material B1F1
compuesto parcial usado como segunda matriz p2 de gofrado dentro del segundo material F2B2aB1F1 compuesto,
und

4) dado el caso eliminacién del quinto material F2B2 compuesto dentro del cuarto material F2B2B1F1 compuesto, del
primer material B1F1 compuesto usado como segunda matriz p2 de gofrado,

en el que el primer agente Bla de recubrimiento usado para la fabricacién del primer agente B1 de recubrimiento del
primer material BLF1 compuesto usado como segunda matriz p2 de gofrado, es un agente de recubrimiento curable
por radiacion, caracterizado porque el primer agente Bla de recubrimiento, contiene

al menos un primer componente a) en una cantidad en un intervalo de 40 a 95 % en peso,
al menos un aditivo como segundo componente b) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 5 % en peso,
al menos un fotoiniciador como tercer componente ¢) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 15 % en peso, y

al menos un cuarto componente d) que exhibe por lo menos un enlace doble de carbono en una cantidad en un
intervalo de 0 a 45 % en peso,

en el que i) los componentes a), b), ¢) y d) son en cada caso diferentes uno de otro, ii) los datos indicados de los
componentes a), b), ¢) y d) se refieren en cada caso en peso total del primer agente Bla de recubrimiento vy iii) las
cantidades de todos los componentes presentes en el primer agente Bla de recubrimiento totalizan 100 % en peso,

y en el que el primer componente a) exhibe al menos tres unidades estructurales en cada caso diferentes una de otra
0 al menos parcialmente idénticas, de la formula (1)

*F”}:J\f

.

en la cual
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los radicales R* representan en cada caso independientemente uno del otro un grupo alquileno C2-Cs,
los radicales R? representan en cada caso independientemente uno del otro H o metilo y

el parametro m representa en cada caso, independientemente uno del otro, parametro entero en un intervalo de 1 a
15,

aunque con la condicion de que en al menos una de las unidades estructurales de la férmula (1) dentro del primer
componente a) el parametro m por lo menos es 2, en la que el simbolo "

" representa al respecto un enlace del respectivo radical con la estructura superior del componente a).

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque el segundo sustrato F2 es una
preferiblemente pista de lamina preferiblemente movil.

3. El procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque mediante la etapa 2-i) o mediante
las etapas 1-ii) y 2-ii) se transfieren micro- y/o nanoestructuras como estructura gofrada al segundo agente B2a de
recubrimiento.

4. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la segunda matriz
p2 de gofrado de la segunda herramienta P2 de gofrado usada en las etapas 2-i) y 1-ii) es reciclable y utilizable de
manera repetida para la transferencia de al menos una estructura gofrada, cuando se ejecuta la etapa 4) del
procedimiento.

5. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el primer material
B1F1 compuesto usado en las etapas 2-i) y 1-ii) como segunda matriz p2 de gofrado es un compuesto formado por
una pista de lamina como primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 aplicado sobre aquel y al menos
parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado.

6. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque

el primer material B1F1 compuesto usado en la etapa 2-i) como segunda matriz p2 de gofrado, durante la ejecucion
de la etapa 2-i) es conducido mediante un primer rodillo que actia como segunda herramienta P2 de gofrado y un
sexto material F2B2a compuesto es conducido mediante un segundo rodillo, que esta ubicado de modo opuesto al
primer rodillo y gira en el mismo sentido o sentido contrario a este, y

después de la aplicacién del segundo agente B2a de recubrimiento sobre al menos una parte de su superficie al menos
parcialmente gofrada, durante la ejecucién de la etapa 2-ii) para obtener el tercer material B2aB1F1 compuesto, el
primer material BLF1 compuesto usado en la etapa 1-ii) como segunda matriz p2 de gofrado es conducido mediante
un primer rodillo que actia como segunda herramienta P2 de gofrado, y el segundo sustrato F2 usado dentro de la
etapa 2-ii) es conducido mediante un segundo rodillo, que esta ubicado de modo opuesto al primer rodillo y gira en
sentido contrario a éste o en el mismo sentido respecto a éste.

7. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 6, caracterizado porque

el gofrado por lo menos parcial de acuerdo con la etapa 2-i) ocurre a la altura de la brecha de rodillos, la cual se forma
por los rodillos ubicados de modo mutuamente opuestos que giran en el mismo sentido o en la misma direccién, en el
que el primer recubrimiento B1 al menos parcialmente gofrado del primer material B1F1 compuesto, esta orientado
hacia del segundo agente B2a de recubrimiento del sexto material F2B2a compuesto, y

el gofrado al menos parcial de acuerdo con la etapa 2-ii) ocurre a la altura de la brecha de rodillos, que se forma por
los dos rodillos ubicados de modo mutuamente opuesto, que giran en sentido contrario o en la misma direccion, en el
que el segundo agente B2a de recubrimiento del tercer material B2aB1F1 compuesto esta orientado hacia el segundo
sustrato F2.

8. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el contenido de
solidos del primer agente B1a de recubrimiento es = 90 % en peso, referido al peso total del primer agente B1a de
recubrimiento.

9. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en cada una de las
al menos tres unidades estructurales de la formula (I) del primer componente a), el parametro m es por lo menos 2.

10. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la fraccion de los
segmentos éter -[O-RY]m- presentes en las unidades estructurales de la férmula (1) en el componente a) es al menos
35 % en peso, referida al peso total del primer componente a).
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11. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el primer material
F1B1 compuesto usado como segunda matriz p2 de gofrado de la segunda herramienta P2 de gofrado, formado de
un primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 al menos parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado,
es obtenible al menos mediante las etapas 5) a 8), es decir

5) aplicacion del primer agente Bla de recubrimiento curable por radiacion sobre al menos una parte de una superficie
de un primer sustrato F1,

6) gofrado al menos parcial del agente Bla de recubrimiento aplicado al menos parcialmente sobre la superficie del
primer sustrato F1, por medio de al menos una primera herramienta P1 de gofrado que exhibe al menos una primera
matriz p1 de gofrado,

7) curado al menos parcial del primer agente Bla de recubrimiento gofrado al menos parcialmente y aplicado sobre al
menos una parte de la superficie del primer sustrato F1, mediante curado por radiacion, para obtener un primer material
F1B1 compuesto, formado por un primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 al menos parcialmente gofrado y al
menos parcialmente curado, en el que durante la totalidad de la duracién del curado al menos parcial, el primer agente
Bla de recubrimiento esta en contacto con la al menos una primera matriz de gofrado pl de la al menos una primera
herramienta de gofrado P1, y

8) retiro del primer material F1B1 compuesto de la primera herramienta de gofrado P1.

12. Un primer material F1B1 compuesto formado por un primer sustrato F1 y un primer recubrimiento B1 al menos
parcialmente gofrado y al menos parcialmente curado, que es fabricable mediante curado al menos parcial de un
primer agente Bla de recubrimiento, aplicado sobre al menos una parte de una superficie del primer sustrato F1 y al
menos parcialmente gofrado, mediante curado por radiacion, en el que el primer agente Bla de recubrimiento es un
agente de recubrimiento curable por radiacién, caracterizado porque el primer agente Bla de recubrimiento contiene

al menos un primer componente a) en una cantidad en un intervalo de 40 a 95 % en peso, al menos un aditivo como
segundo componente b) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 5 % en peso,

al menos un fotoiniciador como tercer componente ¢) en una cantidad en un intervalo de 0,01 a 15 % en peso, y

al menos un cuarto componente d) que exhibe por lo menos un enlace doble de carbono, en una cantidad en un
intervalo de 0 a 45 % en peso,

en el que i) los componentes a), b), c) y d) son en cada caso diferentes uno del otro, ii) las cantidades indicadas de
los componentes a), b), c) y d) se refieren en cada caso al peso total del primer agente Bla de recubrimiento vy iii) las
cantidades de todos los componentes presentes en el primer agente Bla de recubrimiento totalizan 100 % en peso,

y en el que el primer componente a) exhibe al menos tres unidades estructurales de la férmula (1) diferentes en cada
caso una de la otra o al menos parcialmente idénticas

R?

en la cual
los radicales R representan en cada caso, independientemente uno del otro, un grupo alquileno C2-Cs,
los radicales R? representan en cada caso, independientemente uno del otro, H o metilo y

el parametro m representa en cada caso, independientemente uno del otro, un parametro numérico entero en un
intervalo de 1 a 15, aunque con la condicion de que en al menos una de las unidades estructurales de la férmula (1)
dentro del primer componente a), el parametro m sea por lo menos 2,

en la que el simbolo "

" representa al respecto un enlace del respectivo radical a la estructura superior del componente a) y
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en la que el nimero de grupos éter de la formula general "-O-R*-" dentro del componente a) esta en un intervalo de 4
a 18.

13. El primer material F1B1 compuesto de acuerdo con la reivindicacion 12, caracterizado porque el material
compuesto es obtenible mediante ejecucion de las etapas 5) a 8) de procedimiento descritas en la reivindicacion 11.

14. El primer material F1B1 compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 12 o 13, caracterizado porque el primer
sustrato F1 es una pista de lamina preferiblemente movil.

15. Un uso del primer material F1B1 compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 12 a 14 como segunda
matriz p2 de gofrado de una segunda herramienta P2 de gofrado, para la transferencia de una estructura gofrada
sobre al menos una parte de una superficie de un segundo agente B2a de recubrimiento o sobre al menos una parte
de una superficie de un segundo agente B2a de recubrimiento, que es aplicado al menos parcialmente sobre un
segundo sustrato F2.
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